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Editorial

Liebe Leser,

das vorliegende Mitteilungsblatt erscheint spater, als Sie
es gewohntsind. Der Grund liegtdarin, daB unsere DGKK-
Jahrestagung in Gosen spéter stattgefunden hatalsinden
Jahren zuvor. Da wir alle ehrenamtlich unsere Freizeit fiir
die Erstellung des MB zur Verfligung stellen, wollen Sie
bitte Nachsicht tiben, wenn dieses Heft erst im Juni bei
Ilhnen eintrifft. Ganz besonders bedanke ich mich bei
unseren ,ad hoc' Redakteuren, die ihren Beitrag zum
Gelingen dieser Ausgabe geleistet haben. Ohne Helfer
geht nichts - auch nicht in der Redaktion. Herzlich danken
mochte ich dem Team unter Herrn Schréder vom Institut
derKristallzlichtung sowie den Kollegen von der Humboldt-
Universitat und dem Hahn-Meitner-Institut in Berlin flr die
gelungene Tagung und das anspruchsvolle Programm.
Ich denke, daB sich die Stuttgarter Kollegen in der Orga-
nisation und Durchfihrung fir die Jahrestagung 1994
nahtlos anschlieBen werden. Wie Ublich, werden sie sich
in der November-Ausgabe unseres MB unter der Rubrik
JKristallziichtung in Deutschland' vorstellen.

Indieser Ausgabe folgt nicht - wie gewohnt - zundchst
die Rubrik ,Mitteilungen der DGKK', sondern ein ein-
dringlicher Aufruf des Schatzmeisters an sédumige
Zahler. Ich darf die Betroffenen dringend bitten, die
Informationen des Schatzmeisters zu beherzigen und
nicht die finanzielle Last der Gesellschaft auf die
Schultern anderer zu laden. Auch unser MB tragt dazu
bei, Sie liber die DGKK auf dem Laufenden zu halten.
Ob die Redaktion und ich als Verantwortlicher alles
richtig machen, weiB - ja glaube ich fast nicht. Wenn
Sie sich zu wenig informiert fiihlen, z6gern Sie nicht,
mich anzusprechen. Sie rennen bei mir offene Tiiren
ein. Ich bin bestrebt, die finanziellen Mittel fiir unser
MB (Kosten fiir die Ausgabe Nr. 56, November 1992
= 7800,— DM; allerdings war diese Ausgabe duBerst
umfangreich), so effektiv wie méglich einzusetzen.

lhr
F. Wallrafen

Viele Turen
offnen sich heute automatisch,
wenn man auf sie zugeht.

Bei den Menschen
ist es leider manchmal
umgekehrt.

Notizen des Vorsitzenden:

Der Start des SpacelLab mit Kristallzuchtexperimenten un-
serer Mitglieder in der D2-Mission hatte unserer Presse-
konferenz bei der Jahrestagung in Gosen Publicity ver-
schafft. Da er aber verschoben wurde, blieb nur die normale
Kristallztichtung Gbrig, die wir offensichtlich fiir die Gazetten
nicht sensationell genug verkauft haben. Jedenfalls waren
wir keine Nachricht in den Berliner Zeitungen wert.

In der ziemlich esoterischen Fernsehsendung ,Schopfer
Mensch* im ARD-Programm am Donnerstag, den 15.4.,
wurde gegen Ende ,Das Kristall“ beschworen, das irgend-
wo im Universum als Superintelligenz thronen kénnte. Jetzt
wissen wir, daB unsere Arbeit erst dann etwas in den
Medien gilt, wenn das und nicht der Kristall herauskommt.
Eine gewisse Wahrheit steckt wohl schon drin in dem
Gedanken an die Intelligenz der Kristalle, denen man beim
Wachsen ein wenig ihren Willen lassen sollte, damit sie ,ein
Kristall* werden. Dafiir sprechen die Erfolge der weichen
Tiegel und des Czochralski-Verfahrens.

+Herzlichen Dank" sage ich auch hier den Herren Joachim
Bohm, Sebastian Fiechter, Peter Rudolph und Winfried
Schroeder und ihren Mitarbeitern flir die gelungene Gestal-
tung unserer Jahrestagung mitsamt Dinnschicht-
symposium.

Die Mitgliederversammlung hat unsere Wahlvorschlage
bestatigt. Der neue Vorstand ist eine gesunde Mischung
aus erfahrenen Mitgliedern des bisherigen Vorstands -
Herbert Walcher, German Miiller-Vogt und Joachim Bohm
-und neuen Mitgliedern: Winfried Schroeder, der Vorsitzen-
de, Werner Zulehner, sein Stellvertreter, Joachim Bohm,
Hans-Jirgen Fenzl und Manfred Mihlberg. Mit diesem
Vorstand kann die DGKK ab 1994 einer gedeihlichen Zu-
kunft ins Auge blicken.

Der Weg unserer Jahrestagungen tber GieBen und Dres-
den nach Berlin/Gosen zeichnete sich schon 1990 in
Frankfurt ab, als uns das groBe Spekirum der DDR-
Kristallztichtung authentisch prasentiert wurde. Inzwischen
hat die Forschungs- und Industrielandschaft einen starken
ErneuerungsprozeB hinter sich. Die Vergabe des DGKK-
Preises an Peter Gornert vom neuen Institut fir Hoch-
technologie in Jena ist hier ein positives Signal, daB einige
Marksteine neue verankert sind. Das Institut flr
Kristallzichtung in Berlin-Adlershof und die Freiberger
Elektronikwerkstoffe sind weitere Zeichen fir die Fortset-
zung einer Tradition.

Néchstes Jahr wird Hans Paus, zusammen mit der groBen
Stuttgarter Kristallziichtergemeinde, die Jahrestagung und
Mitgliederversammiung in Stuttgart ausrichten. Wir ma-
chen damit einen groBen Sprung quer durch Deutschland
vom sprdd-schénen Nordosten in den quirlig-htigeligen
Sudwesten. 1995 wird die DGKK-Mitgliederversammiung
im Rahmen der ICCG11 in den Niederlanden stattfinden.
Herr Woensdregt aus Utrecht, eines unserer Mitglieder und
Vorsitzender des Tagungskomittees, der auch schon die
erste internationale Kristallzuchtschule ISSCG1 organisier-
te, gab uns einen Vorgeschmack auf dieses groBe Kristall-
ziichtertreffen.

1996 werden wir wieder an den Rhein und zu den Grin-
dungszonen unserer Gesellschaft nach Bonn und Kéin
zurickkehren.

So kann sich also der Vorstand flr den Rest seiner Amts-
zeit beruhigt wieder der Pflege seiner Kristalle zuwenden,
denn die Geschafte der Gesellschaft scheinen gut bestellt
zu sein.

Was soll man unseren Mitgliedern noch wiinschen?
Mdge es lhnen so geht gehen wie den Hebrdern unter
Jakob, die mit ihren Herden in die fruchtbare Landschaft
Gosen einwanderten, wo sie das Kristall fanden, das
ihnen die Erleuchtung brachte.

H. Wenz|
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Informationen des Schatzmeisters

Liebe Mitglieder!

Heute wendet sich der Schatzmeister an Sie mit der Bitte, ihm seine Arbeit zu erleichtern. Wie Sie sich erinnern, haben Sie im
Oktober 1992 eine Benachrichtigung tber Ihr persénliches Beitragskonto bei der DGKK erhalten. Grund fiir diese Aktion war die
enorme Hoéhe der BeitragsauBenstéande von mehr als 20.000 DM. Nach dieser Aktion ist dieser Betrag zwar geschwunden,
beléuft sich aberimmer noch adf (iber 10.000 DM. Aus einigen Reaktionen von Mitgliedern habe ich das Gefiihl, daB einige Worte
Ihres Schatzmeisters angebracht waren.

Da der Beitrag eine Bringschuld ist, kann ich lhnen nur eine Information Uber den Stand ihres Beitragskontos geben, habe aber
weiter keine Méglichkeit, zum Jahresende den Ausgleich zu verlangen. Daher sehe ich es als meine Pflicht an, lhnen seit dem
Zeitpunkt der Ubernahme dieses Amtes durch mich alle Zahlungen nachzuweisen. Um die Arbeit und die Kosten - solche
Informationen miissen persénlich versandt werden und kénnen nicht als Drucksache laufen - in vertretbaren Grenzen zu halten,
haben der Schriftfilhrer und ich uns entschlossen, sie nicht jedes Jahr persoénlich zu informieren, sondern das z.B. mit der
Umfrage fiir das Mitgliederverzeichnis zu verbinden. Solches ist 1988, 1990 und 1992 geschehen. Wer seine laufenden Beitrage
nach einer solchen Aktion bezahlt hat, nicht aber seine Riickstande, findet naturgeméaB heute z.T. recht alte Forderungen auf
seinem Kontostand. Als Bringschuld verjahrt solch ein fehlender Beitrag meines Erachtens nicht. Ein Verzicht der DGKK ware
ungerecht den Mitgliedern gegenuber, die ihre Beitrage ordnungsgemas entrichtet haben.

Einigen Mitgliedern kann ein fehlerhafter Kontostand vorgelegen haben, da sie fiir mich nicht erkennbar weiterhin nach Minchen
aufdas friihere Konto eingezahlt haben. Das ist nach Auflésung dieses Kontos jetzt berichtigt. lch muB mich auch fiir einige Fehler
meinerseits entschuldigen. Da ich die Kontenverwaltung mittels DBASE und eigens geschriebenen Programmen durchfiihre,
zeigt jede Informationsaktion noch verbliebene, nicht endgtiltig ausgetestet Fehler. Dies wird aber jedesmal besser. Bei der
letzten Aktion sind von 1700 Buchungen nur 17 reklamiert worden. Fiir solche, fir die ich verantwortlich bin, gelobe ich
Besserung. Ich bitte aber auch alle Mitglieder, bei den Uberweisungen Namen und Mitgliedsnummer nicht zu vergessen. Wenn
Kontonummer und Bankleitzahl vorhanden, dann habe ich schon erfolgreich mit der Kopie des Uberweisungsbelegs bei der
tiberweisenden Bank nachgefragt. In zwei Fallen war aber auch dieses nicht vorhanden. Solche Betrage kann ich dann einfach
nicht zuordnen!

Seit 1991 haben wir das Einzugsverfahren fiir Beitrdge eingeflhrt. Neben einigen Problemen des neuen Programms - bei
Namensgleichheit wurden falschlicherweise die Beitrage dem Mitglied zugeordnet, das an erster Stelle in der alphabetischen
Reihenfolge stand - hat es einige MiBversténdnisse gegeben. Bei Einflihrung waren alle Mitglieder aufgefordert, die riickstan-
digen Betrage einschlieBlich des Beitrags 1990 selbst zu tiberweisen. Der Einzug erfolgt 1991 nur flr den Jahresbeitrag ohne
Riickstande. Einige Mitglieder haben das miBverstanden. Daher habe ich mit der letzten Information (ber die Kontostande darauf
hingewiesen, daB der Kontoauszug sorgféltig gepriift werden sollte, da ich, wenn kein Widerspruch erfolgt, diesmal auch die
riickstandigen Betrage einziehen werde. Da ich jetzt nochmal alle Mitglieder, die am Einzugsverfahren teilnehmen und mit mehr
als zwei Jahresbeitragen im Riickstand sind, persénlich anspreche, bevor ich die Riickstéande einziehe, kbnnen Sie ersehen, da
ich dieses Einzugsverfahren 4uBerst korrekt und behutsam anwenden will. Zur Zeit nehmen 150 von 500 Mitgliedern daran teil.
Sie wiirden mir die Arbeit sehr erleichtern, wenn méglichst viele der noch nicht entschlossenen Mitglieder sich daran beteiligen
kénnten. Ein Formular zur Erklarung der Teilnahme erhalten Sie auch bei Ihrer Bank, wenn Sie die von uns versandten Exemplare
nicht mehr zur Hand haben. Ich habe eben erwéhnt, daB ich nochmal alle Mitglieder persdnlich ansprechen werde, die mit Ihren
Beitragszahlungen l&nger als zwei Jahre im Riickstand sind. Ich werde diese Mitglieder besonders darauf hinweisen, daB laut
Satzung bei einem Beitragsriickstand von mehr als zwei Jahresbeitrdgen der Vorstand den AusschiuB des Mitgliedes
beschlieBenkann. Ich werde eine angemessene Frist zum Ausgleich setzen und danach bei nicht erfolgtem Ausgleich diese Liste
im Vorstand entsprechend der Satzung beraten lassen.

Zum SchluB méchte ich die wesentlichen Punkte fir den Schatzmeister nochmal zusammenfassen:

— Nehmen Sie am Einzugsverfahren teil! Formulare kénnen bei Herrn Walcher, lhrer Bank oder bei mir angefordert werden.
Vergessen Sie nicht, lhre Mitgliedsnummer anzugeben!

— Vergessen Sie nicht, Ihre eventuellen Ricksténde zu bezahlen!
— Geben Sie bei allen Zahlungen Namen und Mitgliedsnummer an!

— Erfragen Sie bei Bedarf |hren Kontostand beim Schatzmeister.

G. Miiller-Vogt
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2.1 Protokoll der DGKK-Jahreshauptver-
sammliung 1993

Ort: Vortragssaal
Wissenschafts- und Konferenzzentrum
Eichwaldstr. 100, O-1251 Gosen / Berlin

Zeit: Donnerstag, den 25 Marz 1993 17.40-19.40 Uhr
Protokoll: H. Walcher

Teilnehmer:

Mitglieder: ABmus, W.; Bauser, E.; BeyB, M.; Bohm, J.; Buhrig,
E.; Donecker, J.; Dupré, K.; Fabian, W.; Fenzl, H.J.; Fiechter,
S.; Fischer, K.J.; Gille, P.; Gobel, R.; Gornert, P.; Gyuro, |.;
Hanke, G.; Hartmann, H.; HEK (Fischer-Suffin, C.); Hesse, H.;
Hornung, M.; Jacobs, K.; Jurisch, M.; Kanis, M.; KieBling, F.M.;
Klapper, H.; Klemenz, C.; Kloc, Ch.; Kohler, H.; Lange, H.P;
Lauck, R.; Ludge, A.; Maas, A.; Mateika, D.; Mihlberg, M.;
Miller, G.; Mdller-Vogt, G.; Neubert, M.; Pajaczkowska, A.;
Paus, H.; Reiche, P.; Reinshaus, P.; Ritter, F.; Rudolph, P.;
Scheel, H.J.; Schenk, M.; Schmidt, P.; Schénherr, E.; Scholz,
B.; Schon, S.; Schroder, W.; Sussieck-Fornefeld, C.; SiiB-
mann, H.; Teubner, Th.; Tolksdorf, W.; Tomm, Y.; Trojahn, J.;
Uecker, R.; Uelhoff, W.; Wacker, K.; Wagner, H.; Walcher, H.;
Wallrafen, F.; Weinert, B.; Wenzl, H.; Wolf, E.; Wolf, Th.;
Woensdregt, C.F.; Zulehner, W.;

Anzahl der Mitglieder: 67.

Gaéste: Alex, V.; Blédner; Helbrig, R.; Henkel; Krabbes, G.;
Kralik, V.; Majerowski; Nitsch, K.; Nowak; Przybilla, Ch.;
Riemann, H.; Siche; Tuttd, P.; Wagner, G.; Warneke, J.;
WeiBenburg, J.;

1. BegruBung und Feststellung der BeschluBfédhigkeit

Herr Wenzl begriiBt die Teilnehmer der Versammlung und
stellt fest, daB mit 67 anwesenden Mitgliedern die BeschluB-
fahigkeit der Jahreshauptversammlung gegeben ist.

2. Bericht des Vorsitzenden

Herr Wenzl bedankt sich herzlich bei den Organisatoren, die
sich fiir die Ausrichtung der Tagung eingesetzt haben. Gosen
liegt etwas auBerhalb von Berlin und ist deshalb pradestiniert
daflir, daB sich die Teilnehmer auch nach den Vortragen
zusammensetzen und dadurch engere Kontakte kniipfen. Ein
besonderer Dank gilt aber auch den Firmen, die durch Spen-
den die Tagung unterstiitzt haben.

Nach der Wiedervereinigung der beiden Deutschen Staaten
nahm vor zwei Jahren die Zahl der Mitglieder bei der DGKK
stark zu. Inzwischen scheint doch wieder eine gesunde Ruhe
eingetreten zu sein und der Vorstand hofft, daB sich die neuen
Mitglieder in der Gesellschaft wohl fihlen.

Ein Ereignis, das zur Zeit oft in den Medien erwéhnt wird ist die
D2-Mission, die planmaBig vor wenigen Tagen hétte beginnen
sollen. Die Missionen unter Mikrogravitationsbedingungen (u-
g-Bedingungen) waren Anfang der Siebziger Jahre durch
politische Entscheidungen ins Leben gerufen worden. Die
Wissenschaftler wurden erst danach aufgefordert, sich ent-
sprechende Experimente auszudenken, vorzubereiten und
dann auch durchzufihren. Die bisher durchgefiihrten Experi-
mente unter p-g-Bedingungen erweiterten das Verstandnis fir
die Vorgange bei der Kristallziichtung aus mobilen Phasen
beachtlich. Die Kosten fiir Experimente, die bei bemannten
Space-Shuttle-Fliigen durchgeflihrt werden, sind sehr hoch
und nehmen auBerdem noch beéngstigend zu. Es wird des-

halb zunehmend haufiger die Frage gestellt, ob solche Ausga-
ben heute noch gesellschaftlich gerechtfertigt werden kénnen.
Die Frage wird sich in Zukunft so nicht mehr stellen, da
voraussichtlich keine weiteren ,D“-Missionen mehr durchge-
fihrt werden. Die europdischen Staaten haben inzwischen
Experimentierméglichkeiten gefunden, die nicht mehr an die
bemannte Raumfahrt gebunden sind und damit mit weit gerin-
geren Kosten verbunden sind. Die politische Offnung nach
Osten hat es erméglicht, Fluggelegenheiten zusammen mit
russischen Kollegen wahrzunehmen, die mit Raketen durch-
geflihrt werden.

InWien soll ein neues europaisches Institut, Eurokrist* gegriin-
det werden, in dem bis zu 500 Mitarbeiter angestellt werden
sollen. Auch hier stellt sich die Frage, ob eine politische
Entscheidung fiir ein solches Institut fiir bestehende Einrich-
tungen nicht problematisch ist. Sollten Wissenschaftler in
gréBerer Anzahl dort konzentriert werden, missen zwangs-
laufig groBe Liicken in den existierenden Instituten entstehen,
in denen meist nur kleine Arbeitsgruppen bestehen.

Auch fir die Kristallziichter, gibt es ,Spielzeuge*: Da sind die
schon recht be‘k?aﬁrﬁrﬁ?fkerene oder auch ,Buckyballs*, aber
auch die Quasi-Kristalle zu nennen. Die Fullerene (im wesent-
lichen C60) sind Balle aus Kohlenstoff mit sehr interessanten
Eigenschaften. Sie entstehen bei der RuBherstellung in gerin-
gen Mengen und missen autwendig separiert werden. Die
Quasi-Kristalle treten mit Symmetrien auf, die in keines der
bestehenden Systeme passen, und die es eigentlich gar nicht
geben darf. Die auftretenden Strukturen sind aber doch denen
der Kristalle verwandt und sind deshalb von Interesse.

Gut besucht war die Mitgliederversammlung: "Alte Hasen" gaben sich
“locker”

Das neu gegriindete Institut fiir Kristallziichtung in Berlin
Adlershof hat nicht nur die schwierige Anfangszeit iiberstan-
den, sondern kann mit guten und beachtenswerten Ergebnis-
sen aufwarten. Die raumlichen Bedingungen sind jedoch sehr
beengt und die Laborraume fiir die anstehenden Aufgaben
unzureichend. Antrage auf Erweiterung wurden schon gestellit.

Bei der Humboldt-Universitét sieht es weniger gut aus. Die
Kristallographie wird wahrscheinlich auch dort, wie schon an
anderen Universitaten, in ihrer bisherigen Form nicht mehr
bestehen bleiben. In den neuen Bundeslandern gab es bis vor
der Vereinigung einen Studiengang Kristallographie, der den
Bedurfnissen der Kristallographen und Kristallztichter gerecht
wurde. Dieser Studiengang wird riicksichtslos zugunsten der
alt eingesessenen Disziplinen wie Physik oder Chemie gestri-
chen, die wahrscheinlich eine gentigend starke Lobby besit-
zen.

3. Bericht des Schriftfiihrers

Herr Walcher berichtet Uber die Entwicklung der Mitglieder-
zahlen seit Méarz 1992.
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Die Zahl der Mitglieder hat sich im vergangenen Jahr um 3
erniedrigt und betrdgt nun 511. Dabei haben 28 Mitglieder
ihren Austritt erklart und 25 Mitglieder sind neu hinzugekom-
men. (siehe Tabelle 1)

Im Oktober 1992 war urspringlich daran gedacht, ein neues
Mitgliederverzeichnis zu erstellen. Die Bundespost hat die
neuen Postleitzahlen nicht wie vorgesehen zu Beginn des
Jahres zur Verfiigung gestellt. Der Vorstand hat sich deshalb
dafiir ausgesprochen, das neue Mitgliederverzeichnis vorlau-
fig nicht herauszugeben.

Die Umfrage hat aber dazu geflihrt, daB einige ,Karteileichen*
aufgefunden werden konnten und daB die Adressenliste er-
freulich aktuell ist. (Die Zahl der Postirrlaufer ist gering!) An
dieser Stelle mochte ich wie im letzten Jahr die Mitglieder
auffiihren, deren Adressen nicht herauszufinden sind.

Frau M. AuBendorf, Werbeagentur
Zwengenbergerstr. 3a, 5657 Haan 1

Herrn M. Last, FH Minster/Steinfurt
Steigerwaldstr. 39, 4430 Steinfurt

Herrn J. Wisotzki,
Weserstr. 71, 6074 Rédermark

Herrn F. Zucht, FH Miinster/Steinfurt
Steigerwaldstr. 39, 4430 Steinfurt

Wer diese Mitglieder kennt oder deren Adressen weiB, wird
gebeten, sich moéglichst umgehend bei Herrn Walcher zu
melden.

Am 9.4.1970 wurde die DGKK in Bensheim-Auerbach gegriin-
det und hatte am Ende des Jahres ca. 90 Mitglieder. Eine nicht
unerhebliche Zahl dieser Mitglieder befindet sich inzwischen
im Ruhestand. Ich méchte mich bei diesen Mitgliedern ganz
herzlich firihren Einsatz fiir die DGKK bedanken und ich freue
mich dariiber, zu einigen immer mal wieder Kontakte zu
haben.

4. Bericht des Schatzmeisters und der Rechnungspriifer

Herr Miller-Vogt legt die in Tabelle 2 zusammengestellten
Zahlen vor.

Die finanzielle Situation der Gesellschaft sieht auch in diesem
Jahr recht erfreulich aus. Zwar stiegen die Kosten vor allem fir
das letzte Mitteilungsblatt erheblich, da dieses besonders
umfangreich war. Die oft geduBerte positive Resonanz, die
aus der Leserschaft des Mitteilungsblattes kommt, rechtfertigt
aber diese Ausgaben.

Die Jahrestagung der DGKK in Dresden trug sich selbst und
brachte sogar einen geringen UberschuB ein.

1990 wurde vom Schatzmeister und vom Schriftfiihrer ein
erster gemeinsamer Versuch unternommen, die Mitglieder
vorsichtig an ihre Zahlungspflichten zu erinnern, Jeder erhielt
neben den Angaben, die auf der Mitgliederkartei eingetragen
waren, einen personlichen Kontoauszug und, falls notwendig,
eine Aufforderung, ausstehende Beitrége zu bezahlen. Gleich-
zeitig wurde jedem Mitglied angeboten, ab dem Jahr 1991 an
einem Einzugsverfahren teilzunehmen. Es wurde ausdriick-
lich darauf hingewiesen, daB das Einzugsverfahren erst ab
1991 gelten soll und nicht fir den Einzug der AuBensténde
verwendet wird!

Im Oktober 1992 wurde zusammen mit der Umfrage erneut an
jedes Mitglied ein personlicher Kontoauszug verschickt, in
dem wiederum alle Einzahlungen ab dem Jahre 1986 aufge-
fihrt waren. Dies war leider notwendig geworden, da eine
nicht unerhebliche Anzahl von Mitgliedern nach wie vor mit
ihren Mitgliedsbeitrdgen weit ber Gebiihr in Rickstand war.
Inzwischen gingen von den ausstehenden Mitgliedsbeitragen

(23.000,- DM) ca: 10.000,- DM ein. Diejenigen Mitglieder, die
bis jetzt nach wie vor mit zwei oder mehr Beitragen im Rick-
stand sind, werden Mitte des Jahres nochmals personlich
angeschrieben und aufgefordert, den Beitragsriickstand aus-
zugleichen.

Der Vorstand der DGKK hat sich einstimmig dafiir ausgespro-
chen, nach einer angemessenen Frist fiir die Uberweisung der
Beitragsriickstande von der Méglichkeit Gebrauch zu machen,
solche Mitglieder dann entsprechend der Satzung (§ 5) aus der
DGKK auszuschlieBen. Es ist den bezahlenden Mitgliedern in
Zukunft nicht weiter zuzumuten, daB nicht bezahlende Mitglie-
der die Mitteilungsblatter erhalten, deren Druckkosten und
Versand einen erheblichen Anteil der Beitrage aufzehren.
Nebendiesen Kosten verursachen diese Mitglieder dem Schatz-
meister und dem Schriftfihrer, die ehrenamtlich ihre Tatigkeit
verrichten, auBerdem Arbeit und erneut Kosten, was auf Dauer
ebenfalls nicht zumutbar ist.

Die Kassenprifung wurde von den Mitgliedern Herrn K. Dupré
und Frau A. Lidge durchgefiihrt. Herr Dupré versichert, daB
die Kassenflihrung gut und ohne jegliche Beanstandung ist.

Herr W. Tolksdorf beantragt, daB die anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder dem Schatzmeister ihr Vertrauen aus-
sprechen und ihn entlasten mogen.

Die Entlastung des Schatzmeisters erfolgte einstimmig.

5. Entlastung des Vorstandes

Herr W. Tolksdorf bedankt sich beim Vorstand fiir die geleiste-
te Arbeit und bittet die anwesenden Mitglieder, den gesamten
Vorstand zu entlasten.

Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Bei der Mitgliederversmmlung: manche waren sehr aktiv, andere
nahmen es gelassen

6. Diskussionen und Beschliisse liber Tagungen und
Symposien:

DGKK-Jahrestagung 1994

Herr Paus hat sich bereit erklart, mit der Unterstiitzung von
Frau Bauser, Herrn Schénherr und anderen die Tagung in
Stuttgart zu organisieren. Herr Paus ist in der gliicklichen
Lage, einen groBzligigen Vortragsraum mit Foyer zur Verfu-
gung stellen zu kénnen, der sich als Tagungsraum anbietet.
Die Unterbringung der Teilnehmer wird wohl etwas schwieri-
ger werden. Die Universitat ist jedoch mit &ffentlichen Ver-
kehrsmitteln gut zu erreichen.

Herr Prof. Dr. H. Paus, 2. Physikal. Institut Universitat Stutt-
gart, Pfaffenwaldring 57, W-7000 Stuttgart 80

Tel.: 0711/685 - 5223, oder -5217

Fax.: 0711/685 - 5285

EMAIL.: Paus@physik.uni-stuttgart.de



DER BESSERE WEG ZU GUTEN OBERFLACHEN :

MALVERN

POLIERHILFE "JIG"
fiir planparallele Proben, auch im yu-Bereich
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LAPP- u. POLIERSYSTEME
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Unsere Geriite Zeichnen sich aus durch:
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* Problemlose Zufiihrung der Lipp- und Poliermittel
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dadurch kein Einbetten von Metallpartikeln in die Probenoberfliche

(z.B. bei Halbleitern)

- klebefreie Lagerung des Jigstempels ermoglicht saubere Abtragung
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- erzielbar:
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DAS SAGEN-PROGRAMM VON MALVERN UND GFV

Langsam laufende Sagen von Malvern

- Innenloch garantiert planparallele Sdgeschnitte
und gute Oberflichen

- Peripher schneidet schonend beschichtete Oberflachen
und Diced Wafers

Schnellaufende Sagen von GFV

- ANNULAR 55 Innenlochsige fiir 2" Ronden
- PERI 2000 zum Trennen von beschichteten Wafern

I-B-S  Vertriebs-GmbH
Produktionsanlagen - Laborgerite
ProzeBautomatisierung

D-8082 GRAFRATH, Postfach 30
Tel. 08144/7656 * Fax 08144/7857

MICROSLICE 2 und 4
Innenloch und Peripher in einer Sige

Sie finden uns:

LASER 93, Stand 2F02

PRODUCTRONICA, Stand 3B09

Sie finden uns: Laser 93, Stand 2 F02 - Productronica, Stand 3 B09
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DGKK-Jahrestagung 1995

Die Jahrestagung 1995 soll entfallen, da im Juni die ICCG 11
in Holland stattfinden wird. Es wird vorgeschlagen, die Jahres-
hauptversammlung wahrend der ICCG vom 18. - 23.6.1995 in
Den Haag abzuhalten.

Herr Woensdregt berichtet (iber den Stand der Vorbereitungen
fur die ICCG 11.

Wahrend der ICCG 10 in San Diego 1993 war noch nicht
endguiltig geklart, ob die nachste ICCG-Tagung tatsachlich in
Holland stattfinden kann. Dies vor allem deshalb, da Holland
ein kleines Land ist und fiir die Organisation und das Wissen-
schaftliche Komitee nur eine recht begrenzte Zahl an Kristall-
zichtern _hat. Inzwischen haben sich aber sowohl ein
Organisationskomitee als auch ein wissenschaftliches Komi-
tee zusammengefunden.

Die Organisation vor Ort (ibernehmen

C.F. Woensdregt (chairman)

P. Daudey (co-chairman)

J.J.M. Binsma, O.S.L. Bruinsma, P.J. Daudey, J. van der
Eerden, R. de Geode, J. van Kessel, J.A.M. Meijer,
H.H.C. de Moor

Das wissenschaftliche Komitee setzt sich zusammen aus
G.M. van Rosmalen (Sekretariat)

K.W. Benz, R. Boistelle, J. van der Eerden, W.J.P. van
Enckevort, L.J. Giling, N. Karl, H. Miller-Krumbhar, W. Tolksdorf,
C.F. Woensdregt

Die Internationale Sommerschule ISSCG-9 wird in Arnheim
abgehalten.

Direktor der Schule ist J. van der Eerden, O.S.L. Bruinsma
Ubernimmt die Organisation.

Die Themen der Sommerschule werden nicht nur die Grund-
lagen der Kristallziichtung sein, sondern ebenso die An-
wendungsgebiete der Kristallzichtungstechniken enthalten.
(Industrielle Kristallisation, Halbleiter, Grundlagen der
Kristallzichtung, Zichtung von Einkristallen, numerische
Simulation, Techniken zur Oberflachencharakterisierung)

An den Vormittagen sollen Plenarsitzungen Uber Themen von
allgemeinem Interesse abgehalten werden. An den Nachmit-
tagen sollen parallele Sitzungen abgehalten werden.

7. Diskussion und BeschluB iiber die Jahrestagung 1994
in Stuttgart

Eine weitergehende Diskussion (iber den Tagungsort Stuttgart
1994 wird nicht gewiinscht. Abstimmung Gber die DGKK-
Jahrestagung in Stuttgart 1994:

Ja-Stimmen 63
Nein-Stimmen 0
Enthaltungen 4

Ein verbindlicher Termin konnte noch nicht genannt werden.
Es kommt wie bisher die Woche vor der DPG-Tagungin Frage.

8. Wahl des Vorstandes fiir die Zeit vom 1.1.1994 bis
31.12.1995

Der Vorsitz der Jahrestagung wird flr diesen Punkt an G.
Muller tbergeben. Die Wahl gilt fir den Zeitraum vom 1.1.1994
bis zum 31.12.1995. Herr Miiller liest alle Teile der Satzung
vor, die die Wahl regeln. Er macht ausdriicklich darauf auf-
merksam, daB kein Mitglied an die Wahlvorschlage mit seiner
Stimmabgabe gebunden ist.

Der folgende Wahlvorschlag wurde aufgestellt:

Vorsitzender: W. Schroder
Stellvertreter: W. Zulehner
Schriftfiihrer: H. Walcher

Schatzmeister: G. Miller-Vogt

Beisitzer: J. Bohm
H. Fenzl s
M. Mihlberg
F. Ritter

Nicht wiedergewahlt werden kénnen H. Wenzl, W. ABmus,
F. Strohmeier.

Die Auszahlung der Wahizettel wurde von den Herren
W. ABmus, H. Klapper und G. Miller vorgenommen.

Vorsitzender W. Schréder 54
G. Muller 4
S. Fiechter 2
W. Zulehner 2
W. ABmus
P. Gornert
P. Rudolph
Enthaltungen

1
1
1
1
Stellvertreter: W. Zulehner 56
S. Fiechter 2
W. ABmus 1
P. Gérnert 1
G. Mller 1

1

Enthaltungen
Schriftfihrer: H. Walcher 63
Schatzmeister: G. Mller-Vogt 65

Beisitzer 1: J. Bohm 35
M. Mihlberg 11
F. Ritter
H. Fenzl
P. Gornert
S. Fiechter
K. Jacobs
Th. Wolf
Enthaltungen

M. Mihlberg
H. Fenzl

F. Ritter

Th. Wolf

S. Fiechter
P. Gérnert
G. Miller
Enthaltungen

Beisitzer 3: H. Fenzl
F. Ritter
P. Goérnert
S. Fiechter
Th. Wolf
D. Mateika
G. Miiller
Enthaltungen

Beisitzer 2:

-

W= NN PBPON 4424 aNOND 22 a4

nn

9. Diskussion liber DGKK-Arbeitskreise
Rontgen-Topographie

Herr H. Klapper berichtet ber den Arbeitskreis Réntgen-
Topographie.

Im Mitteilungsblatt Herbst 92 wurde iber ein Treffen in Jena
berichtet, das am 17./18. September 1992 stattfand.

In diesem Jahr wird gemeinsam mit der Arbeitsgruppe ,Real-
struktur und dyn. Interferenztheorie" eine Sitzung in einem
kleinen Ort im Harz abgehalten. Termin: 27. - 30.09.1993.

Das Treffen ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

a) Herbstschule ,Réntgenoptik” (2 Tage)
b) Sitzung des Arbeitskreises (1,5 Tage)
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Prof. Héche aus Halle hat die Organisation (bernommen. Das
1. Zirkular und weitere Informationen werden mit dem nach-
sten DGKK-Mitteilungsblatt verschickt.

Am 5. - 7. September 1994 wird in Berlin das ,2" European
Symposium on X-Ray Topography and High Resolution
Diffraction” stattfinden.

Interessenten mdgen sich bitte wenden an

Dr. Rolf Kéhler Tel.: +49-30-20366-234 or 224

Symposium Secretariat Tel.: +49-30-20366-233
MPG-AG ,Rontgenbeugung” Fax.: +49-30-2004536
Hausvogteiplatz 5-7

O-1080 Berlin

Germany

Herr G. Miller berichtet Gber den Arbeitskreis

.Herstellung und Charakterisierung von massiven GaAs- und
InP-Kristallen®.

Seit 1987 trifft sich dieser Arbeitskreis zwei Mal im Jahr (April/
Oktober). Die Organisation und die Leitung des Arbeitskreises
wurde bisher von Herrn A. Winnacker und Herrn G. Mller an
der Universitat Erlangen durchgefihrt. Die Teilnehmerzahl hat
sich recht konstant bei 50-60 eingependelt.

Der Arbeitskreis ist bestrebt, den Zusammenhang zwischen
den Kiristallzichtungsbedingungen und den Kristall-
eigenschaften von GaAs und InP (vorwiegend vertikales
Bridgman) zu erforschen.

Die Themenschwerpunkte sind dabei:

— LEC-Zichtung

- Bridgman-Zichtung (vertikal und horizontal, gradient-
freeze)

— Hot Wall Czochralski (Gremmelmaier-Verfahren)

— semiisolierendes GaAs und InP

— Stbéchiometrie von GaAs und InP

— intrinsische und extrinsische Punktdefekie und deren
spektroskopischer Nachweis

— Versetzungsbildung und Versetzungsnetzwerke

— Auswirkungen von Kristall- und Scheibentemperung auf
elektronische Eigenschaften und deren Homogenitat (,bulk
and waferannealing")

— Charakterisierung von Inhomogenitaten der GaAs- und
InP-Scheiben mit Rasterverfahren (,wafer mapping®)

Am 8. und 9. April 1992 fand in Erlangen und am 21. und 22.
Oktober 1992 in Freiberg je ein Treffen des Arbeitskreises
statt.

Das nachste Treffen sollte urspriinglich Ende Aprilin Géttingen
stattfinden, wurde aber auf den 20. und 21. Oktober verscho-
ben. Die Leitung des Treffens hat Herr Prof. H.C. Freyhardt
Ubernommen.

.Kristalle fUr Laser und Nichtlineare Optik"

Waéhrend der Jahrestagung 1992 in Dresden wurde von den
Herren Tolksdorf, ABmus und Paus angeregt, daB sich alle
Interessenten, die an den Arbeitsgebieten Oxide, Hoch-
temperatur-Supraleiter und Laserkristalle interessiert sind,
zusammensetzen und sich Uber die Form des bestehenden
Arbeitskreises ,Hochtemperatur-Supraleiter unterhalten. Bei
einem Treffen an der Universitat in Frankfurt bei Herrn ABmus
wurde der neue Arbeitskreis , Kristalle fliir Laser und Nichtlineare
Optik" ins Leben gerufen.

Herr Paus organisierte daraufhin am 18.2.1993 im 2. Physika-
lischen Institut der Universitat Stuttgart das erste Treffen des
Arbeitskreises mit 24 Teilnehmern.

Resimee dieses ersten Treffens:

— Die Diskussionen waren sehr fruchtbar

— Die Zeit war zu kurz

— Einzeldiskussionen werden mehr gewtinscht
— Frage: Waren alle Interessenten angesprochen?

Das nachste Treffen wird am 1.10.1993 in Idar-Oberstein sein.
Herr Ackermann hat dafir die Organisation Gbernommen.

+Epitaxie von llI-V-Halbleitern"

Herr Gyuro hat die Betreuung dieses Arbeitskreises von Herrn
Speier Ubernommen.

Am 31.11. - 1.12.1992 traf sich dieser Arbeitskreis in Leipzig,
dervon 90 Teilnehmern besuchtwurde. In einem Informations-
block wurde die IllI-V-Forschung in den neuen Bundeslandern
vorgestellt (Ubersichtsvortrage von 10 Min. Dauer):

— Paul-Drude-Institut Berlin (PDI)  Dr. L. Daweritz

— Ferdinand-Braun-Institut Berlin ~ Dr. F. Brugge

— Universitat Leipzig Dr. V. Gottschalch

— Labor fir Mikrodiagnostik Halle  Dr. V. Richter

- RTG-Mikroanalyse Berlin Dr. C.E. Richter

— Freiberger Elektronikwerkstoffe =~ Herr Weinert

Herr Diehl (FHG-IAF Freiburg) berichtet Giber IlI-V spezifische
BMFT Projekte.

C. F. Woensdregt bei der Vorstellung der ICCG 11 und ISSCG 9 im
Jahre 1995 in den Niederlanden

Im weiteren Verlauf des Treffens wurden Diskussionsgruppen
fur MOVPA, MBE und LPE gebildet.

Themen der MOVPE-Gruppe waren:
— Anlagenkompatibilitat

— Erfahrungsaustausch

— Entwicklung von Standardprozessen
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Themen der LPE-Gruppe waren:

— Neue Anwendungsméglichkeiten fiir Solarzellen
— GrofBflachiges Wachstum

Das 8. Treffen findetim November 1993 in Ulm statt (Daimler-
Benz-Forschungszentrum). Interessenten wenden sich an:
Dr. Imre Gyuro, Alcatel SEL AG, Abt. TFZ/WO, Forschungs-
zentrum, Lorenzstr. 10, W-7000 Stuttgart 40, Tel.: 0711/821-
3827

JI-VI-Halbleiter und Verwandte Verbindungen*

Herr Miller-Vogt berichtet ber den Arbeitskreis:

Im vergangenen Jahr fanden drei Veranstaltungen tber II-VI-

Halbleiter statt.

1. Kolloquium lI-VI-Halbleiterstrukturen, physikalische Grund-
lagen und optoelektronische Anwendungen” der DFG
25. - 27.5.1992 in Bad Honnef

2. E-MRS Frihjahrstagung 2. - 6.6.1992 in StraBburg:
Symposium F on ,New aspects on the growth,
characterisation and application of CdTe and related
Cd-rich alloys".

3. ,European Workshop on II-VI-Semiconductors” 2. -
4.11.1992 in Aachen.

Da sich innerhalb der DGKK nur eine recht kleine Zahl an

Wissenschaftlern mit ll-VI-Halbleitern beschéftigt, wurden Giber

die erwahnten Treffen hinaus keine weiteren Arbeitskreise

veranstaltet.

.Hochtemperatur-Supraleiter*

Herr ABmus berichtet, daB der Arbeitskreis in der bisherigen
Form nicht mehr weiter bestehen wird.

Das BMFT veranstaltet regelmaBige Diskussionsrunden Uber
Hochtemperatur-Supraleiter, wodurch weitere Treffen (iber-
flussig werden.

10. Verschiedenes

Herr Scheel schlagt vor, daB die DGKK verdienten Kristall-
ziichtern die Ehrenmitgliedschaft verleihen kénnte. Flr eine
solche Ehrenmitgliedschaft schlagt er Herrn Bethge, Herrn
Haussihl und Herrn Nitsche vor.

Herr Wallrafen bemerkt hierzu, daB die Satzung eine solche
Ehrenmitgliedschaft nicht vorsieht. Schon bei frilheren Jahres-
tagungen wurde (iber diesen Punkt heftig diskutiert und es sei
auch schon die Bemerkung gefallen, daB die DGKK kein
Kleintierzlichterverein sei. Die bisherigen Diskussionen héatten
dazu gefiihrt, daB sich fiir eine Ehrenmitgliedschaft keine
Mehrheit gefunden habe.

Herr Uehlhoff beflirwortet, daB &ltere Mitglieder auf diese
Weise geehrt werden sollen.

Herr Gornert spricht sich ebenfalls dafir aus, daB den genann-
ten Personen die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden soll.

Herr Wallrafen stellt den Antrag, daB der Vorstand bis zur
nachsten Jahreshauptversammiung alle hierfir notwendigen
Satzungsanderungen erarbeiten und der Mitglieder-
versammlung vorstellen soll.

Herr Bohm berichtet, daB er als Vorstandsmitglied der DGK
(Deutsche Gesellschaft fur Kristallographie) den Auftrag erhal-
ten hat, die Kontakte zur DGKK zu pflegen und zu intensivieren.
Nach der Griindung der DGK hat diese mit einigen anderen
wissenschaftlichen Gesellschaften Assoziationsverein-
barungen getroffen, in denen die Form der gegenseitigen
Information und der Austausch von Mitgliedern zu den jewei-
ligen Vorstandssitzungen geregelt wird. Bei Doppel-
mitgliedschaften wird unter Umsténden eine ErmaBigung der
Beitrage gewahrt, was aber nicht sein muB. Die bisherigen
Assoziationsvereinbarungen wurden einzeln besprochen und
auf die Wiinsche der jeweiligen Gesellschaft abgestimmt.

7

e Kristallpraparation

Orientieren, Sagen
Polieren
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Herr Uehlhoff &uBert sich ablehnend gegeniiber einer solchen
Vereinbarung.

Herr Walcher spricht sich fiir eine Annaherung an die DGK aus,
jedoch ohne dies schriftlich zu fixieren.

Herr Tolksdorf bemerkt, daB friiher immer ein Vorstandsmit-
glied Mitglied bei den Kristallographen war und dies auch
weiterhin so gehandhabt werden sollte.

Herr Muller-Vogt wiinscht sich Gemeinsamkeiten auch da-
durch, daB Tagungen mit sich Oberschneidenden Themen
abgehalten werden.

Herr Bohm bemerkt, daB der Réntgen-Topographie-Arbeits-
kreis schon existiert und auch sehr beliebt ist. Er selbst ist
Vorstandsmitglied der DGK und gleichzeitig der DGKK (hier
noch 3 Jahre) und Herr Miiller-Vogt ist ebenfalls Mitglied der
DGK.

Herr K. Nitsch ist der Prasident der Kristallziichtergesellschaft
der Slowakei und der Tschechei. Er berichtet (iber die dort
existierende Gesellschaft und die Bedingungen der Kristall-
ziichter.

Frau Pajaczkowska ist die Prasidentin der Polnischen Gesell-
schaft fir Kristallziichtung und stellt diese den Mitgliedern der
DGKK vor. In dieser Ausgabe des Mitteilungsblattes ist ein
Uberblick tiber die Aktivitaten abgedruckt.

gez. H. Wenzl gez. H. Walcher

(Vorsitzender) (Schriftfihrer)
Tabelle 1
Mitgliederentwicklung (Stand jeweils 1. Mérz)

Jahr Volimitglieder Studenten Korporative Gesamt Zuwachs
1971 87 14 9 110 110
1972 107 19 11 137 27
1973 121 19 13 153 16
1974 119 19 16 154 1
1975 132 22 16 170 16
1976 140 23 i 180 10
1977 144 26 17 187 7
1978 142 29 17 188 1
1979 143 28 17 188 0
1980 149 28 17 194 6
1981 160 29 17 206 12
1982 164 28 16 208 2
1983 200 42 17 259 51
1984 239 55 17 311 52
1985 270 65 17 352 41
1986 291 74 18 383 29
1987 297 78 18 393 10
1988 297 85 18 400 7
1989 317 90 17 424 24
1990 371 53 19 443 19
1991 422 46 15 483 40
1992 447 52 15 514 31
1993 452 44 15 511 -3

Tabelle 2

Kontostande zum letzten Kassenbericht:

Postscheckkonto 6.598,95 DM
Sparkasse 3.688,94 DM
Festgeldanlage 24.000,00 DM

33.847,89 DM

Kontostande zum diesjahrigen Kassenbericht:

Postscheckkonto 7.022,45 DM
Sparkasse 12.478,50 DM
Festgeldanlage 124.000,00 DM
43.500,95 DM
Kontobewegungen:
Einnahmen:  Sparkasse 31.451,30 DM
Postscheckkonto 896,50 DM
Ausgaben: Sparkasse -22.661,74 DM
Postscheckkonto -33,00 DM
Dies ergibt ein Plus in der Kasse von 9.653,06 DM
Stellengesuche
( Materialwissenschaftler h

(Dipl.-Mineraloge/Kristallograph)
34, mit Familie sucht nach AbschluB der Promotion (Physik/
ETH-Zirich) eine interessante und fordernde Position in der
Forschung und Entwicklung, im technischen Management
oder Verlagswesen.
Spezielle Kenntnisse: Kristallziichtung, Dinnschicht-Tech-
nologie, Festkdrper-Analytik, physikalische Charakterisie-
rung ferroelektrischer Oxide, Publikations- und Patentwesen,
EDV, Auslandserfahrung
Fremdsprachen: englisch (flieBend) und franzésisch
Fir néhere Auskinfte wenden Sie sich bitte an: Dr. R.
Gutmann, Spitalstr. 45, CH-8620 Wetzikon, Tel.: 0041-1-

930 40 29
- >y

~

£ Doktorandenstelle gesucht

Studentinim 10. Semesterder Fachrichtung Kristallographie;
Diplom voraussichtlich 7/1993 (Universitat Leipzig),
praktische Erfahrungen: Dinnschichtherstellung und -
charakterisierung terndrer Verbindungshalbleiter (Laser-
Plasmaabscheidung),

sucht Doktorandenstelle mit Forschungsarbeiten auf den
Gebieten der Photovoltaik, Sensorik, Epitaxie (Herstellung
und Charakterisierung diinner Schichten fiir Halbleiterbau-
elemente).

k;0\. Lenz, Arno-Nitsche-Str. 20, O-7030 Leipzig )

-

=

Dipl. Ing. Werkstoffwissenschaften
26 Jahre, Stipendiat

STUDIUM: Univ. Erlangen; AbschluB 6/93;

SCHWERPUNKTE: Keramik, Glas, elektrot. Werkstoffe,

Halbleitertechnologie;

SONSTIGES: Auslandserfahrung, EDV-versiert;

WUNSCH: Promotion, ganz oder teilweise im engl,-/

franzésischsprachigen Ausland;

GEBIETE:u.a. Diinnschichttechnologien, Kristallzucht, Fa-

sern

\ B. Walter, Ratiborer Str. 2, 8520 Erlangen, Tel. 09131/16907 )
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2.2 Laudatio fiir den Preistrager P. Gornert
Wissenschaftlicher Werdegang

Hochschulausbildung

1963-1968 Friedrich-Schiller-Universitat Jena mit Ab-
schluB ,Diplom-Physiker"

Postgraduale Weiterbildung

1968-1971 Aspirantur am Institut fir magnetische Werk-
stoffe Jena - ab 1969 Institutsteil fir magneti-
sche Werkstoffe des ZFW Dresden der Aka-
demie der Wissenschaften (AdW) der DDR
mit AbschluB ,Dr.rer.nat.” an der TU Dresden

Berufstatigkeit

1971-jetzt weiterhin am Institutsteil fiir magnetische
Werkstoffe Jena-ab 1982 Physikalisch-Tech-
nisches Institut (PTI) Jena - ab 1992 Institut
fir Physikalische Hochtechnologie (IPHT)
Jena

1983 AbschluB der Dissertation B an der AdW mit
dem akademischen Grad ,Dr.sc.nat.”

1987 Ernennung zum Professor fiir Festkérper-
physik der AdW

1989 Leitung des Bereichs 1 des PTI als Nachfol-
ger von Herrn Prof. Voigt

1992 Komm. Leiter des Bereiches ,Material-

wissenschaften” des IPHT Jena

Diplomarbeit: ,Herstellung und Eigenschaften chemisch trans-
portierter Ferritschichten® (Friedrich-Schiller-Universitat Jena,
1968)

Dissertation A: ,Uber den Beitrag von Co?"-lonen in Mg-
Ferriteinkristallen zur magnetischen Relaxation* (Technische
Universitat Dresden, 1971)

Dissertation B: ,Beitrdge zum Kristallwachstum in Hoch-
temperaturlésungen: Theorie und Experiment* (Akademie der
Wissenschaften der DDR, Berlin 1983)

Die Vita des Kollegen Gérnert 1aBt eine wohl den Zeitlaufen
zuzuschreibende, sehr bodenstandige Karriere erkennen. Die
zitierten Dissertationsschriften weisen die wesentlichen Arbeits-
gebiete aus. Teil | seiner Dissertation B zur Theorie des
Kristallwachstums ist in das Buch  Kristallziichtung' (K.Th.
Wilke/J. Bohm, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin
1988) eingeflossen; Teil Il zum Wachstum von Granatein-
kristallen und -schichten wurde in der Serie ,Current Topics in
Materials Science’ (North Holland, 1984) publiziert. Insbeson-
dere die sorgfaltigen Untersuchungen zur Wachstumskinetik
von Granatkristallen aus Schmelzlésungen an Hand von kiinst-
lich induzierten Wachstumsstreifen, die Aufklarung der in den
betreffenden Schmelzlésungen vorhandenen Spezies und
ihrer Desolvation beim Einbau sind wohl als die bisher wertvoll-
sten Beitrdge von Herrn Gérnert zur Kenntnis des Kristall-
wachstums anzusprechen. Zu erwahnen ist auch die unter
seiner Leitung in den 80er Jahren erfolgte Entwicklung eines
magnetischen Speicherpulvers auf der Basis von Hexaferrit.
In neuerer Zeit hat sich Herr Gérnert der Herstellung und
Charakterisierung kristalliner Hochtemperatur-Supraleiter mit-
tels Flissigphasen-Epitaxie zugewendet, deren Ergebnisse er
auf der Jahrestagung der DGKK in Gosen vorgestellt hat und
die der AnlaB zur Auszeichnung mit dem Preis der DKGG
gewesen ist.

J. Bohm

Ein wenig Skepsis be:m Preistrdger P. Gérnert (Jena) in Envarfung
der Dinge, die auf ihn zukommen

Ubergabe der Urkunde und Gratulation durch den Vorsitzenden
H. Wenzl

H.J. Bohm bei der Laudatio fiir ~ Deér DGKK-Preistriger 1993 bei seinem
o Y, Vortrag, dessen Zeitvorgabe er (brigens auf
den DGKK-Preistrdager die Sekunde genau einhielt
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2.3 10CG Letter - No 1

The ways in which a large scientific organisation, particularly
an international body, can achieve meaningful communication
between its core and individual members are frequently limited
by financial constraints. Certainly, this is the case for IOCG.
Attempts to improve this situation were made with the
introduction of the IOCG News in 1987. This is published from
time to time in the Journal of Crystal Growth with 13 editions
issued thus far, but even this information appears to reach
surprisingly few members of the crystal growth community. In
an effort to redress this situation your President has, with the
approval of the IOCG Executive Committee, agreed to write an
occasional contribution for inclusion in National Association
Newsletters; this is the first of the series.

The prime IOCG event of the past year has been the triennial
gathering of crystal growth scientists for ICCG-10 and ISSCG-
8, held respectively in San Diego and Palm Springs, California,
USA. Our hosts, the American Association for Crystal Growth
(AACG) and particularly the Conference Organising Committees
and their co-workers, are congratulated for providing a Summ-
er School and Conference of the highest quality. The blend of
informal social gatherings and formal scientific discussions
was excellent and more than maintained the standards and
traditions set by previous IOCG meetings. The delightful settings
of Rancho Las Palmas, Palm Springs and the Sheraton Harbor
Island, San Diego were inspired choices since they provided
environments which were scenic, compact and comfortable.
That extra ingredient which translates good meetingsinto ones
which are highly successful was also present; in this case the
ingredient may be defined as Californian hospitality. Only
those who have organised such event can appreciate fully the
hard work and dedication of the organisers, the personal time

involved, the problems to be overcome, the support given by
families and above all, the team spirit and leadership which
must be developed. Through this letter, IOCG thanks and
congratulates all those who helped.

The triennial conferences are the occasions when IOCG deals
with its major business matters in the form of sequential
Executive Committee, Council and General Assembly meetings.
In the intervening three year span, such matters are handled
principally by the Executive Committee. The major report on
these meetings is always provided in the Conference
Proceedings, in this case for ICCG-10, which is published as
a special publication, the following is a brief summary of
events.

For the first time since the formation of IOCG, a compilation of
current membership numbers within the constituent national
organisations has been made and is summarised in Appendix
1 together with the number of major meetings held during the
last triennium. The major points to note are (a) that two new
national organisations for crystal growth (Korean and Polish)
have been founded and that these were formally accepted by
the General Assembly into the IOCG and (b) that the former
East and West German Organisations have merged. It is
hoped that the recently founded Czechoslovakion Association
for Crystal Growth and the proposed formation of a national
crystal growth organisation by the People's Republic of China
will ultimately lead to further increases in membership.

Several changes to the IOCG Constitution were accepted.
These were (a) an increase in the number of Vice-Presidents
from 1 to 2, (b) an increase in the number of Executive
Committee Members from 4 to 8, and (c) a simplification of the
procedures by which changes to the Consitution can be made.
The first two of these changes were designed to increase

Einkristalle
fur Forschung
und Industrie

Unsere Schwerpunkte sind:

— Einkristall-Zuchtung
nach Czochralski-, Bridgman-, Zonen-
schmelzverfahren, aus der Gasphase
(besonders |I-VI-Photo-Halbleiter), durch
chemischen Transport etc.

— Auftragsforschung

und Beratung

Zuchtung nicht kommerzieller Mate-
rialien, Verfahrensentwicklung, Doku-
mentation (Film, Video).

— Kiristallpraparation
Orientieren, Sagen, Polieren, Funken-
erosion, Orientieren auf+ 10—15 Mi-
nuten, Gammastrahl-Diffraktometrie.

Bitte fordern Sie unsere Lagerliste an; rufen
Sie uns an, wir informieren Sie Uber unser
Produktions- und Lieferprogramm.

Dr.Gerd Lamprecht

Technisches Buro fur Kristallzichtung
11-Vl Monokristalle

Lehninger StraBe 10-12

7531 Neuhausen

Telefon 07234/1007, Telex 783379
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international representation in order to reflect the increased
number of participating national organisations.

The slate of Officers elected by the Council for the three years
1992-1995 was formally approved by the General Assembly.
The full list of Officers, Committees and Councillors is detailed
in Appendix 2.

Cour colleagues in the Dutch Association for Crystal Growth
(KKN) presented details for the next triennial conference which
is to be held in the Netherlands. ICCG-11 is scheduled for The
Hague (18-23 June 1995) whilst the venue for ISCCG-9(11-16
June 1995) has yet to be confirmed. Dr. C.F. Woensdregt
(University of Utrecht) is the Conference Chairman for these
events.

The National Organisations to be responsible for the subsequent
triennial conferences in 1998 were also approved. The Italian
Association for Crystal Growth (AICC) and the Israeli Association
for Crystal Growth have agreed to organise ISSCG-10 and
ICCG-12 respectively. Precise venues and dates are a matter
for future decision but the two meetings will be sequential as
usual.

The IOCG Frank and Laudise Prizes were also awarded during
ICCG-10. These were each in the form of a large tourmaline
crystal, mined locally in California, appropriately mounted and
inscribed. The Frank Prize was awarded to R.F. Sekerka
(USA) for seminal contributions to the theory of crystal growth,
including the theory of morphological stability of growing crystals.
The Laudise Prize was awarded jointly to V.V. Osiko (Russia)
and J.F. Wenckus (USA) for the understanding and development
of the extremely difficult techniques which are required to grow
large quantities of thigh quality refractory crystals, especially
for the use of skull melting to grow cubic zirconia and for its
successful commercialization as a gem material worldwide.

Several other encouraging factors have emerged from the
1992 meetings. These include the welcome attendance of
delegates from South America, Central America and
Scandinavia since these countries have been represented
only sparsely in the past. | hope in due course that some of
these countries, either individually or in geographically
convenient groups, can be persuaded to form National
Associations since these are the operational units without
which IOCG would have little or no relevance. The presence of
substantial numbers of young delegates was also encouraging.
This is a most important factor for the future of both National
Associations and IOCG since it is pertinent to note that many
of the present officers of these organisations were the young
attendees of the initial ICCGs and Summer Schools some 27
years ago. Itis essential that National Associations nurture this
new generation and provide them with experience of office so
that there will be an able and experienced group of people to
lead IOCG in the future. Obversely, itis equally important for all
to continue supporting and participating actively in their Natio-
nal Associations.

Let me conclude by expressing my great pleasure in meeting
so many who are genuinely interested in the science and
technology of crystal growth at the 1992 conferences. It is with
equal pleasure that | anticipate the next full gathering of our
community in the Netherlands during 1995.

BRIAN COCKAYNE
(President, IOCG)

APPENDIX |

National Organisation

19 January 1993

Membership Principal National Meetings -

Numbers Numbers (1989-1992)
CIS (CISSCQG) 700 4
FRANCE (GFCC) 285 15
GERMANY (DGKK) 514 7
HUNGARY (HNCCG) 40 3
INDIA (IACG) 200 5
ISRAEL (IsACG) 180 2
ITALY (AICC) 107 4
JAPAN (JACG) 680 3
KOREA (KACG) 330 6
NETHERLANDS (KKN) 160 7
POLAND (PSCG) 40 1
SPAIN (SGCC) 70 2
SWITZERLAND (SKM) 250 1
UK (BACG) 350 : =8
USA (AACG) 750 5
4656 73

APPENDIX Il
IOCG OFFICIALS 1992-1995
OFFICERS
President:  B. Cockayne UK
Vice Presidents: T. Nishinaga Japan

R.F. Sekerka USA
Secretary: M. Schieber Israel
Treasurer: E. Kaldis Switzerland
Past President: R. Kern France
EXECUTIVE COMMITTEE

K.W. Benz Germany

A.A. Chernov CIS

R. Feigelson USA

D.T.J. Hurle UK

P. Ramasamy India

R. Rodriguez Clemente Spain

G.M. van Rosmalen Netherlands

I. Sunagawa Japan
EX-OFFICIO MEMBERS

W. Bonner USA

(Co-Chairman ICCG-10)

J.F. Wenckus USA

(Co-Chairman ICCG 10)

C.F. Woensdregt Netherlands

(Chairman ICCG-11)

P. Daudey Netherlands

(Co-Chairman ICCG 11)

R.A. Laudise USA

(Rep. to IUPAC)

V.V. Osiko CIS

(Rep. to IU Crys)

C. Paorici Italy

COUNCIL

(Rep. of IU Crys)

Councillors Representing National Organisations

CIS A.A. Chernov (President)
P.P. Fedorov (Secretary)
F.A. Kuznetsov
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France B. Mutaftschiev (Chairman)
A. Baronnet (Secretary)
J.J. Metois
Germany H. Wenzl (President)
H. Walcher (Secretary)
W. Schroeder
Hungary E. Hartmann (President)
India P.Ramasamy (President)
J.R. Pandya (Secretary)
Israel D. Gazit (Chairman)
A. Horowitz
Italy C. Paorici (President)
Japan J. Chikawa (President)
T. Ohachi (Secretary)
H. Komatsu
Korea You Song Kim (President)
K.K. Orr (Secretary)
Hokum Kim
Netherlands J.A.M. Meijer (President)
H.H.C. de Moor (Secretary)
Poland A. Pajaczkowska (President)
Spain J.M. Garcia-Ruiz (President)
Switzerland J.H. Bilgram (Chairman)

United Kingdom

D.T.J. Hurle (Chairman)
S.E.B. Gould (Secretary)
P.M. Dryburth

USA C.D. Brandle (President)
T. Surek (Secretary)
W. Bonner
Councillors representing International Unions
IUPAC T.S. West
IU Cryst A.L. Hordvik

Councillors representing the General Assembly

J.J. Favier France
O.N. Mesquita Brazil
Jiang Min-Hua PRC
C.E. Schvezov Argentina
P.G. Vekilov Bulgaria
= N

Ihr eigener Chef,
eine Alternative?

Verkaufe wegen Uberlastung kleine Firma
im Bereich

Kristallziichtung, —praparation und —handel.

Wenn Sie Interesse, Eigeninitiative, fachli-
che Kenntnis und etwas Eigenkapital haben,
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Zuschriften an die Redaktion
z.Hdn. Herrn Dr. F. Wallrafen

' R/

PCDG [?

[

o o o o e .

 Wenn es um Anlégen fiir dfé_krfstallzﬁchtuhg, um spezielle thermische Prozesse und
Prézisions-Steuerungsaufgaben fiir diese Bereiche geht, sind wir lhr kompetenter Partner.

Wir konstruieren Anlagen fir die Kristallzichtung ...

Wir kennen uns aus in Sachen Zonenschmelzanlagen
und Anlagen fiir die allgemeine Warmebehandlung
von Feststoffen und Gasen unter Vakuum, Schutzgas
oder oxidierender Atmosphdre ...

Wir entwickeln komplexe Baugruppen mit hohem
mechanischem Anteil zur Steuerung von ProzeBbe-
wegungen und Erfassung von Temperaturprofilen ...

Unsere Spezialititen sind VerschluBflansche fir
ProzeBrohre und kundenspezifisch spezialisierte
Baugruppen fiir die Vakuumtechnik ...

—

SO /NN OVATIVE PHYSIKALISCHE TECHNOLOGIEN

Als innovative Leistung empfehlen wir lhnen PCDG
fiir unsere Mehrzonenéfen und Bridgeman-Anlagen:
Processor Controlled Dynamic Gradient ist eine
neuartige rechnergesteuerte Prdzisions-Temperatur-
regelung mit u.a. folgenden Features :

- Erstellung von Temperaturprofilen mittels PC ...

- Frei modifizierbare, zonenspezifische Temperatur-
wahl mit hoher Reproduktionsprédzision ...

- Anwendungsoptimierte Zonenbreiten zur Erzeugung
individueller Temperaturgradienten ...

- PCDG erméglicht einen kompakten und flexiblen
Aufbau von Anlagen fiir die Kristallztichtung und
anderer Hochtemperaturanwendungen - bei
geringstem Aufwand an Mechanik ...

Fordern Sie unsere INFO an !

INGENIEURBURO AXEL KOHLER - DIPL.- ING. (FH) - BUNDHALDE 10 - 7277 WILDBERG 4 - TELEFON 07054 8318 - TELEFAX 07054 8691
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3. DGKK-Arbeitskreise

3.1 DGKK-Arbeitskreis Kristalle fiir Laser und nichtlineare
Optik

Das erste Treffen dieses neugegriindeten Arbeitskreises der
DGKK fand am 18.2.1993 im 2. Physikalischen Institut der
Universitat Stuttgart statt. 24 Interessenten waren der Einla-
dung gefolgt, unter ihnen je ein Gast aus der Schweiz und aus
Frankreich. Das Treffen begann wie geplant um 10 h und
endete ca. 17 h.

Nach der BegriiBung durch Herrn Prof. Paus wurde (ber Ziel,
Zweck und Art der Durchfiihrung der AK-Treffen gesprochen.
Man war der einhelligen Meinung,

1. daB neben Kurzvortragen genligend freie Diskussions-
zeiten vorhanden sein sollten,

2. daB man zumindest vorlaufig bei eintagigen Treffen
bleiben und

3. daB man zweimal im Jahr zusammenkommen sollte.

Die Kurzvortrage des Morgens waren im wesentlichen den
Kristallen fir die nichtlineare Optik gewidmet. Herr Hulliger,
bisher ETH Ziirich, kinftig Universitat Bern, referierte (ber
Kristalle fir Elektrooptik und Nichtlineare Optik“. Seine Plane
fiir den Aufbau eines Labors bzw. einer Arbeitsgruppe in Bern
sind sehr vielseitig. Es wurden anorganische Materialien zur
Frequenzverdopplung wie LiNbO,, KNbO,, KTiOPO,, B-
BaB,0O,, KTa,_Nb,O,, und zugehérige Techniken der Herstel-
lung von Einkristallen, Schichten und Fasern sowie u.a. orga-
nische photorefraktive Molekilkristalle angesprochen.

Herr Rytz, unser Gastaus Frankreich, stellte die Aktivitaten der
Firma Sandoz auf dem Gebiet der Ziichtung von Kristallen vor:
Kristallzichtung bei Sandoz Optoelectronics: Nichtlineare
Optik und diodengepumpte Laser“. Neben YAG und YVO, als
Laserkristalle werden KNbO,, K,Li,Nb,O,; (kurzKLN) und
LiB203 zur Anwendung als SHG-, OPO- und PR-Kristalle
(second harmonic generation, optical parametric oscillator,
photorefraktive) geziichtet. Ein Laserlabor zum Test und zur
Charakterisierung der Kristalle ist in Huningue vorhanden.

Als dritter berichtete Herr Hesse aus Osnabriick tber Proble-
me und Ziichtungserfolge bei der FluBzichtung von BaTiO,,
das fur holographische Speicher Anwendung finden soll. Inter-
essant und erwahnenswert ist die Applikation von
Niederfrequenzvibrationen Uber den Kristallhalter wahrend
der Ziichtung zur Durchmischung und Homogenisierung der
Schmelze. Die physikochemischen Vorgange bei der
.Oxydation“ (Tempern in Sauerstoff bei T > 900°C) und bei der
.Reduktion* (Tempern in Wasserstoff bei T = 4-600°C) der
Kristalle und deren Auswirkungen auf die Absorptionsspektren
wurden diskutiert.

Die erste Stunde des Nachmittags (13.00 - 14.00 h) stand zur
freien Diskussion und zur Besichtigung der Fluorierungs- und
Kristallzlichtungsanlagen des Kristallabors des 2. Physikali-
schen Instituts zur Verfligung. Anschlie Bend folgten weitere 7
Kurzvortrage.

Herr Gobbels berichtet tiber ,Ziichtung und Charakterisierung
von Mg- und Si-dotierten GGG-Einkristallen®; es ging um die
Zichtung von GGG in Spiegeléfen und die Auswirkung von
Temperungen derKristallein H,-, O,- und Ar-Atmospharen auf
die Fehistellen.

Herr Wallrafen lieferte einen Beitrag zur ,Ziichtung von Cr-
dotiertem Fresnoit (Ba,TiOSi,0,)", ein Kristall, der als Wirt fiir
Cr*-Laserionen geeignet sein sollte. Diese lonen werden wohl
auch eingebaut; das Fehlen jeglicher Emission ist jedoch
unverstanden.

Her Becker, DLR Stuttgart, stellte mit dem Referat ,Ziichtung
einkristalliner optischer Fasern®, die apparativen Méglichkei-
ten und aktuellen Ziichtungsvorhaben in seinem Labor vor.

Her Ackermann diskutierte in seinem Vortrag zur ,Farb-
zentrenbildung in Laserkristallen” diesen fur die Laserei au-
Berst unerwilnschten Effekt und ging auf den EinfluB von
Dotierungsionen (Ca, Ce) auf das Kristallwachstum ein.

Neue Kristalle, die als Wirtssubstanzen fir Seltene Erden als
Laserionen dienen sollen, stellte Herr Daikeler aus der
Pausschen Arbeitsgruppe in seinem Referat vor: ,Zlichtung
von NACAMF-Einkristallen* (NaCd2Mn4F13). In diesen Kri-
stallen soll die optische Anregungsenergie effektiv absorbiert
und auf exzitonischem Weg ebenso effektiv zum Laserion
transportiert werden.

Herr VoB aus dem Institut fiir Strahlwerkzeuge der Universitat
Stuttgart stelltin seinem zwar nichtangemeldeten, aber nichts-
destoweniger sehr willkommenen Vortrag die hervorragenden
Eigenschaften von Yb** als Laserion in oxydischen und
fluoridischen Wirtskristallen vor. Wenn man ihm glauben darf,
ist dies das Laserion der Zukunft fir kompakte Hochleistungs-
laser schlechthin.

Der ebenfalls spontane Beitrag von Herrn Petermann beschaf-
tigte sich mitdem (potentiellen) Lasersystem YALO:Ti** (YAIO,).
Die Emission dieses Systems schlieBt sich vorteilhaft an der
kurzwelligen Seite von Ti%*:Saphir an. Es wurden Probleme im
Zusammenhang mit ESA (excited state absorption), der Bil-
dung komplexer Zentren und der unerwinschten Wertig-
keitsstufe Ti** diskutiert.

Ich glaube, die generelle Meinung aller Teilnehmer zum Aus-
druck zu bringen, wenn ich sage, daB dieses erste Treffen des
Arbeitskreises als recht erfolgreich empfunden wurde. Das
Programm war dicht gedrangt und die Zeit bis zum SchluB um
ca. 17.00 h eng ausgefiillt; die Zeit fir freie Diskussion war
auBerst knapp. Sollte die Teilnehmerzahl des Kreises einmal
groBer werden, wird man eine Umverteilung auf zwei halbe
Tage, die einen freien Diskussionsabend einschieBen, in Er-
wagung ziehen missen. Fir diesmal méchte ich mich bei allen
Teilnehmern fir alle Vor- und Beitrage herzlich bedanken.

Zum nachsten Treffen des Arbeitskreises |1adt Herr Ackermann

am 1.10.1993 nach Idar-Oberstein ein.
H. Paus

Teilnehmer:

Lothar Ackermann, Idar-Oberstein

Wolf ABmus, Frankfurt

Norbert Bazin, Stuttgart

Uwe Becker, Stuttgart

Uwe Brauch, Stuttgart

Werner Daikeler, Stuttgart

Klaus Dupre, Bonn

Matthias Gobbels, Aachen

Jurgen Graf, Stuttgart

Hartmut Hesse, Osnabriick

Werner Hiben, Schwendi

Jirg Hulliger, Bern

Axel Lentz, Ulm

Michael Luhn, Idar-Oberstein

Walter Neubert, Stuttgart

Klaus Petermann, Hamburg

Egon Pfeifer, Jena

Daniel Rytz, Huningue

Klaus Schwenkenbecher, Berlin

Wolfgang Tolksdorf, Ranstadt

Andreas VoB, Stuttgart

Franz Wallrafen, Bonn

Gunther Werhan, Jena/Eisenberg
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4. Kristallziichtung in Deutschland

4.1 Herstellung von Galliumarsenid nach Czochralski mit
dem Gremmelmeier-Verfahren: Einkristallziichtung vor
35 Jahren.

(Auszug aus einem Vortrag, gehalten auf der DGKK-Jahres-
tagung 1992 in Dresden).

Hans-Jochen Wolf

Zentrale Forschung und Entwicklung

Siemens AG, Erlangen

1955 wurde von H. Gremmelmeier (Siemens AG, Forschungs-
laboratorium Erlangen) eine ,Einrichtung zum Ziehen von
Kristallen aus der Schmelze von Verbindungen mit leicht-
flichtigen Komponenten" zum Patent angemeldet (Bild 1).

Bild 1

Gemeint war Galliumarsenid, das bis dahin nur nach dem
horizontalen Bridgman-Verfahren polykristallin oder mit zufél-
liger Orientierung z.T. einkristallin erhalten wurde. Die Einrich-
tung zur Zucht von Galliumarsenid-Einkristallen nach
Czochralski bestand im wesentlichen aus einer geschlosse-
nen Quarzampulle mit beheizten Wanden, in der die zur
Zichtung bendétigten Vorrichtungen untergebracht waren. Die
Keimhalterung mit Keim ist mit einem in Quarz ein-
geschmolzenen Magneteisen verbunden und wird von einem
prazise geschliffenen Quarzrohr gefiihrt. Durch vier auBerhalb
der Ampulle auf einer wassergekuhlten Hub- und Dreh-Vor-
richtung angebrachte Permanentmagnete kann das
Keimhalterungssystem gedreht und auch nach oben und un-
ten bewegt werden.

Die Einzelteile der Ampulle mitdenin Quarz eingeschmolzenen
Magneteisen zeigt Bild 2. Die Magneteisenteile waren aus
Co 50 (50% Fe, 48% Co, 2% V) mit einem Curiepunkt von etwa
800°C.

Der Tiegel aus Graphit oder Graphit mit Quarzeinsatz wurde
induktiv beheizt und erlaubte Einwaagen von 60 - 100 g GaAs.

Bild 2

Die Gesamtanlage mit eingebauter Ampulle und dem Hoch-
frequenzgenerator im Hintergrund zeigt Bild 3.

Gezogen wurde vorwiegend in <111> Orientierung. Die Kri-
stalle hatten einen maximalen Durchmesser von etwa 20 - 25
mm und ein Gewicht von 60 - 90 g. Beispiele von Kristallen
zeigt Bild 4.

Direktsynthese von Galliumarsenid aus den Komponenten ist
maéglich, jedoch war die Ladungstragerkonzentration in den

Bild 3
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gezogenen Kristallen nicht niedriger als bei Einsatz von reinem
undotierten polykristallinem Galliumarsenid, hergestellt nach
Bridgman.

Durch Modifizierung der Tiegelgeometrie und Anwendung der
Diunnhals-Ziehtechnik konnten versetzungsfreie Einkristalle
bis zu einem Durchmesser von etwa 15 mm gezlchtet werden
(Bild 5).

Das folgende Bild 6 zeigt Ausschnitte von geétzten versetzungs-
freien Galliumarsenid-Scheiben sowie vom Rand her neu

Bild 4

. Bild 5

Bild 7

entstandene Versetzungen auf einer Scheibe vom Ende des
Kristalls.

Als Keim fiir die Einkristallzucht nach Czochralski kann dieses
versetzungsfreie Galliumarsenid-Material nicht eingesetzt
werden, da sich durch den Temperaturschock wahrend der
Ankeimphase neue Versetzungen bis weit oberhalb der Phasen-
grenze bilden, wie das folgende Bild 7 aus der Dissertation von
U. Zimmerli (1968) zeigt.

Elektrische Messungen an mit diesem Verfahren gezichteten

le)

Durch das Elntauchen eiocs versetzungafreien Kristillea
in die Schmelze erzwangene Veraetrungen ¢

{a) Krimtall mit der neuvn Ansatzstelle o

b} Schauttfolge [Abstand ca. 2,% mm) mit geardaeter Ver-
metpungeve rivilong im urspringlich versetzungsfreien Kir-
stall;

ey Sehmitt gureh don peu gezogenen Kristallteil ohwe Sym-
metrie der Verseizanguanordnung; die dunklen Rereiche
aind starke Anhdufungen won Aetegruben, die teilweise Sob.
kurngronren Bilden
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undotierten Kristallen ergaben Ladungstragerkonzentrationen
von Ny - N, = (3-7) x 10" cm™® und Beweglichkeiten von 4000
- 5000 cm?VS. Der dominierende Donator in den Kristallen
war Silizium, das Uber die Arsenatmosphére von der SiO,-
Ampullenwand in die Schmelze transportiert wurde.

Dotierungen mit Selen und oder Tellur fir n-leitendes
Galliumarsenid sowie mit Zink fiir p-Material wurden erfolg-
reich erprobt, auch konnte semiisolierendes Galliumarsenid
unter Zugabe von Chrom geziichtet werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Zu dieser Zeit konn-
ten wir mit der beschriebenen ,Vorrichtung* Galliumarsenid-
Einkristalle reproduzierbar mit sehr guter Ausbeute (>85 %)
mit den vorgenannten Eigenschaften ziichten.

4.2 Crystal Growth in Space
By Klaus-W. Benz

The first opportunities to grow single crystals in space were
provided by the Skylab and Apollo-Soyuz Test project
experiments (1) at the end of the 1970s, followed by the
possibility to perform long-term experiments in a low-gravity
environment during the Apollo lunar program. All these studies
concerned with materials science and fluid dynamics inreduced
gravity were successful, but they also demonstrated that a
better understanding was needed before microgravity could be
used to advantage.

A great increase in the performance of crystal growth
experiments in space and the number of results obtained was
achievedduring subsequent manned and unmanned missions:
First Spacelab Payload (1983), German Spacelab Mission D1
(1985), US Spacelab Mission, the German Rocket Programm
TEXUS (Technologische Experimente unter Schwerelosigkeit,
beginning in 1977, 2 launches per year) and the Soviet Space
Programm (MIR and FOTON Missions).

During all these missions, single crystals of various inorganic
and organic materials were grown. However, contrary to the
impression given by euphoric newspaper reports by astronouts
and non-scientists over the last few years, ithas so far notbeen
possible to confirm that crystals grown in space are larger and
more beautiful than those grown under terrestrial conditions.
The main goals of today’s crystal growth experiments in space
arerelatedto questions of basic science. The scientific potential
of crystal growth experiments in space include the following
features:

— No (or reduced) time-dependent, non-stationary buoyancy
driven convection in the nutrients (melt, solution, vapor
phase). The influence of gravity-independent convection
(the Marangoni effect) on crystal growth phenomena and
dopant distribution may be studied in more detail.
Microgravity growth experiments in ampoules can often
avoid the Marangoni effect if the fluid wets the inner
ampoule wall. However, residual laminar flows may be
present even at low g-values and may contribute to the
transport of species in the nutrient.

— By applying zone melting techniques, floating melt or
solution zones may be used for large-diameter crystal
growth. Unwanted effects of the ampoule or crucible walls
on crystal quality can be avoided.

— Sedimentation during the growth of multicomponent
compounds can be avoided.

Crystal growth experiments which have been performed in
space so far have led to interesting results (2). An important
application potential is the possibility of using these results to
obtain a deeper understanding of complex crystal growth
phenomena and to improve the quality of crystals grown on
earth. The often-cited ,semiconductor factory” in space is the

wishful thinking of a few scientists and engineers and beyond
realistic realization in the near future.

Many crystal growth studies, in particular of semiconductor
materials like InP, CdTe and (Pb, Sn)Te, were carried out in
manned spacecraft. However, it turned out that materials
science in space cannot justify manned space missions. Some
of the disadvantages of manned space laboratories are:

— The costs per experiment are extremely high compared to
experiments in rockets or reentry satellits (which are lower
by a factor of between 10 and 100).

— Owing to the many experiments in a Spacelab (around 70-
90) from various scientific disciplines there has in the past
(European Spacelab Mission 1983 and German Spacelab
Mission 1985) always been an unforseen shift of the
experimenters’ timetable on board, which in many cases
has led to constraints in the performance of crystal growth
processes.

— Thescientificsupportisimmense: e.g. every growthampoule
needs a 50 page document, and many expensive test
experiments have to be done before launch.

— For European countries there are flight possibilities only
every 3 to 5 years. which is often insufficient to establish
scientific results in materials science.

Advantages of unmanned missions are:

— Rocket flights (TEXUS, MAXUS, etc.) and reentry satellite
missions (FOTON, Russia) may be launched twice a year—
ideal conditions for materials science experiments.

— Crystal growth experiments in unmanned missions are
managed and observed by ,telescience structures®. This
has been proven for floating-zone Si experiments during
TEXUS flights. (3)

In conclusion, | would like to point out that materials science in
space, including crystal growth of inorganic and organic
materials, is an interesting new field that has led to new results
and has initiated cooperation between various scientific
disciplines, for example solidification technologies and fluid
dynamics.

(1) R.J. Naumann, Materials Processing in Space: Early Experiments, NASA
Washington, D.C. 1980, SP-443.

(2) See,e.qg., Proc. VIl Europ. Symp. Materials and Fluid Sciences in Microgravity,
Oxford, U.K., 10-15.09.1989, Europ. Space Agency, Paris 1990, SP-295.

(3) A.Croll, W. Miiller-Sebert, K.W. Benz, R. Nitsche, Microgravity Sci. Technol.
1991, lIi/4, 204.

4.3 Bericht tiber das Forschungs- und Entwicklungs-’In-
stitute of Electronic Materials Technology’ (ITME) in War-
schau.

Dieser Bericht ist zusammengestellt aus Unterlagen, die Frau
Prof. Pajaczkowska (Mitglied der DGKK und Prasidentin der
Polnischen Gesellschaft flr Kristallziichtung an Herrn Walcher
Ubersandt hat. Damit méchte ich (ber einen kleinen Kreis von
Insidern hinaus den Lesern einen kurzen Einblick in die Material-
forschung unserer polnischen Nachbarn geben.

Das ITME hat einen relativ hohen und erfahrenen
Wissenschaftlerstab (18 Professoren und Assistenzprofessoren
und mehr als 30 Senior-Wissenschaftler) und weist ein breites
Spektrum zur Synthese von Einkristallen, der Analytik, Anwen-
dung und Instrumentierung fir die Materialtechnik und
Charakterisierung auf. Ebenso ist die Herstellung von Kerami-
ken und reiner Chemikalien ein weiterer Schwerpunkt der
Arbeiten.
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Hauptmaterialien:

« Silizium (Einkristalle, Wafer, Epilayers)
« AllgY (Einkristalle von GaAs, GaP, InP, InSb, GaSb;
Wafer, Epilayers)
* LINbO, fir Frequenzverdopplung (geringe Strahl-
LiTaO, schaden durch Dotierung mit MgO )
* Laserkristalle YAG dotiert mit Nd, Er, Ho, Pr; ALO,:Ti
* YAG:Ce Szintillatoren flir Neutronenstrahlung
» CaNdAIO, Substrate fir HT.-Supraleiter
SrNdAIO,
«YBCO
BiSrCaCuO  -HT -Supraleiterschichten
TIBaCaCuO
+ CaF,, LiF Fenster, Linsen, Prismen
* Quarz piezoelekirische Komponenten, Optiken
* Keramik AlLO,- und ZrO,-Basis, Keramik-Metall-Kom-
ponenten
« Glaser Faseroptik
* Metalle hochrein; Al, Bi, Cu, Cd, Ga, In, Sb, Te

Die Unterlagen des ITME sind sehr detailliert, insbesondere
was Herstellungsformen und Hinweise auf die Anwendungen
der Produkte betrifft. Mir scheint, daB der Trend zu einer
kommerziellen Firma schon gelungen ist, wobei die Forschung
und Entwicklung nicht zu kurz kommen.

Eine Broschire kann bei 'eMTi Co.; 133, Wolczyska Str.,
01-919 Warschau' angefordert werden.

F. Wallrafen
5. Tagungsberichte

5.1 Berichte Uiber die DGKK-Jahrestagung 24. - 26. Mérz
1993 in Gosen

5.1.1

Das wissenschaftliche Programm der Tagung begann mit
einem Beitrag aus dem Gebiet der Wachstumskinetik. R.
Lacmann, den man voller Respekt einen Altmeister der
Kristallziichtung nennen darf, berichtete (iber experimentelle
Untersuchungen zur Beeinflussung der Kristallisation von KNO,
in Abhangigkeit von verschiedenen Fremdstoffen in der Nahr-
phase. Dabei wird auch auf Unterschiede in der Keimbildung
auf unterschiedlichen kristallographischen Flachen eingegan-
gen. Erwahnenswert ware noch, daB die Braunschweiger fir
ihre Untersuchungen eine Datenbank mit ca. 2.600 Eintragun-
gen aufgebaut haben, die auch fir andere Kristallographen
zuganglich ist.

Herr Schénherr, der wohl auch schon bald zu den Altmeistern
der Kristallziichtung zu rechnen ist, berichtete iiber seine
neuesten Erkenntnisse zur Kristallisation des Ge in jodhaltigen
Atmospharen - jedenfalls ein Forschungsthema, bei dem die
Untersuchungen der Wachstumskinetik das wesentliche Ziel
darstellen. Interessant ist an dem Versuchsaufbau, daB
gleichgewichtsnah sowohl das Wachstum (am Ende der ge-
schlossenen Ampulle) als auch die Auflésung eines Kristalls
(am anderen Ende) quantitativ erfaBt werden. Somit kénnen
die Konturen bezlglich der verschiedenen kristallographischen
Richtungen ausgemessen werden. Allerdings erhélt man da-
mit nicht die Gleichgewichtsflachen - wie Herr Lacmann in der
Diskussion betont - sondern eben die Wachstumsflachen.

Nun erfolgte ein Sprung im Programm; nach den eher rein
grundlagenorientierten Arbeiten der ersten beiden Beitrdge
bildeten die mehr technologischen Aspekte der IlI-V
Volumenkristallzichtung einen ersten Schwerpunkt dieser
DGKK-Jahrestagung. Dieses Gewicht hangt sicherlich auch
damit zusammen, daB mit den Freiberger Elektronikwerk-

stoffen (FEW) wieder ein
Kristallhersteller in Deutsch-
land auf den Plan getreten ist,
der den Kontakt und die
Kooperation mit Kristallziich-
tungsforschernsucht-undz.B.
im Rahmen der DGKK auch
findet.

Der Beitrag von B. Weinert
(FEW) zeigt sehr schon, daB
ein Kristall (hier GaAs) nicht
unbedingt in dem Zustand ver-
wendet wird, wie er gewach-
senist(as-grown), sonderndaBl
durch anschlieBende Warme-
behandlung (unter As-Atmo-
sphéare) die elektronischen Ei-
genschaften und vorallem auch
die Homogenitat ganz erheb-
lich verandert werden kénnen.
Hierbei steht natirlich die
Defektbildungskinetikim GaAs-
Kristall wesentlich mehr im
Vordergrund als dessen
Wachstum. Allerdings héngt
von den Wachstumsbedin-

W. Schrdder (Tagungsleiter) und

& . H. Wenzel (Vorsitzender) bei der
gungen (As-UberschuB) ab, in  grsffnung der DGKK-Jahres-
welcher Konzentration und tagung 1993 in Gosen

Verteilung die As-Ausschei-
dungen vorliegen, die dann durch Tempern teilweise aufgelést
und neu verteilt werden.

Beim Erlanger Beitrag zum tiegelfreien Zonenziehen von GaAs
vorgetragen von F.M. Herrmann hétten die Autoren nattirlich
gerne auch schon tiber Verlauf und Ergebnis des Spacelab
D2-Experimentes zu diesem Thema berichtet - was ja be-
kanntlichwegen Startschwierigkeiten nichtmehr vor der DGKK-
Tagung durchgefiihrt werden konnte. Aber aus dem breit
ausgelegten terrestrischen Untersuchungsprogramm gab es
genuigend Neues zu berichten. Im Vordergrund standen die
Marangoni-Konvektion bei GaAs-“Floating Zones" sowie die
Form der Phasengrenze im Verlauf der Ziichtung. Neben den
experimentellen wurden auch Ergebnisse von numerischer
Simulation gezeigt, die eine beachtliche quantitative Uberein-
stimmung aufweisen.

Uber eine Kooperation der Freiberger Eletronikwerkstoffe und
den Erlanger Kristallziichtern berichtete A. Seidel. Es geht
hierbei um die Untersuchung des Warmetransportes und vor
allem die Temperaturverteilung im GaAs-Kristall und seiner
Schmelze wéhrend des Liquid Encapsulated Czochralski (LEC)
Prozesses. Vorgestellt wurden Experimente mit denen der
LEC-ProzeB von GaAs simuliert wurde, wobei sehr detailliert
die Temperaturverteilung im Kristallmodell (Graphit) undinder
Schmelze quantitativ erfaBt wurde. Diese Ergebnisse werden
mit Ergebnissen von numerischen Simulationen verglichen.
Dabei zeigt sich klar, daB der Warmetransport, d.h. die
Temperaturverteilung im Bereich der Phasengrenze fest-fllis-
sig, wesentlich durch die Konvektion in der Schmelze be-
stimmt wird. Somit erfordert eine Computersimulation des
LEC-Prozessesdie sehr aufwendige (3 dim. und zeitabhangige)
Berechnung der Konvektion.

Die nachsten beiden Beitrage befassen sich mit dem vertika-
len Bridgman, bzw. ,Gradient Freeze“-Verfahren, die mogli-
cherweise in mittlerer Zukunft das LEC-Verfahren fiir die
Produktion von GaAs und InP ablésen kénnten.

R. Naeven berichtete ber Untersuchungen aus der KFA
Jilich zum Polywachstum, ausgehend von Subkorngrenzen
bei GaAs.
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D. Zemke referierte Uber den Stand der Erlanger Aktivitaten
zum InP. Es wurden sowohl experimentelle Ergebnisse als
auch die zugehdrigen numerischen Simulationsrechnungen
gezeigt.

Aus beiden Beitragen wird klar, daB das Verstandnis der
Defektbildung aufgrund der Wechselwirkung mit dem
Tiegelmaterial verbessert werden muB, wenn diese
Ziichtungsmethode breite technische Anwendung finden soll.

Sozusagen als ,Dotierstoff* inmitten der IlI-V Beitrage fand
sich ein Vortrag liber das ,Floating Zone“-Verfahren von Si, der
von H. Riemann (IKZ-Berlin) vorgetragen wurde. Hierbei ging
es vor allem um die Optimierung des Induktionsheizers fir die
eine rechnerische Modellierung herangezogen wurde.

Wieder zuriick zu den Ill-V Verbindungen flhrte der Karlsruher
Beitrag zur Ermittlung von Diffusionskoeffizienten in Schmel-
zen, vorgetragen von Frau P. Brauer. Die Karlsruher haben
seit Jahren eine groBe Erfahrung einmal mit der Scherzellen-
methode und zum anderen mit der chemischen Analyse
(Atomabsorptionsspekiroskopie) angesammelt. Damit kon-
nen sie sich auch an ein so schwieriges Stoffsystem wie Al in
Ga-Schmelze heranwagen. Die erhaltenen Ergebnisse sind
nicht nur fur die Flissigphasenepitaxie, sondern auch aus der
Sicht der Diffusionstheorie von Interesse.

Den AbschluB des ersten Tages bildete ein historischer Vor-
trag von F. Moravec (Prag) zum Thema ,Crystal Growth and
Defect Structure of GaAs". In Anbetracht der vielen jungen
Kristallzichter ein durchaus wertvoller Ruckblick. Als
nachzuahmendes Beispiel fiir einen eingeladenen Vortrag
sollte man das jedoch nicht nehmen - eher das Gegenteil.

Georg Miller

5.1.2

H. Hartmann und D. Siche vom Institut fiir Kristallziichtung im
Forschungsverbund Berlin e.V. berichteten tber ,Nicht-
stochiometrie und Kristallwachstum von Zinkselenid aus der
Gasphase".

In geschlossenen Quarzampullen wurden Kristalle mit konve-
xer Wachstumsfront und solche durch kristallographische Fla-
chen begrenzte (und somit strukturell sehr perfekte) durch
dissoziative Sublimation-Kondensation unter Kontrolle der Zn-
oder Se-Partialdrucke geziichtet. Die maximale Material-
transportrate wurde fir eine stdchiometrische Gasphasen-
zusammensetzung tber der Quelle gefunden. Kleine Abwei-
chungen von der Stéchiometrie hatten groBe Anderungen der
Materialtransportrate, Vielkeimbildung und Verringerung der
Kristallperfektion zur Folge. Es wurde ein Prozess-Modell
unter Annahme von Stefan-FluB und Diffusion flir den Material-
transport sehr komprimiert vorgestellt.

M. Laasch, R. Schwarz, R. Rudolph, K.W. Benz (Kristallo-
graphisches Institut der Albert-Ludwigs-Universitatin Freiburg
und Institut fir Kristallographie und Materialforschung,
Humboldt Universitat, Berlin) berichteten (ber ,Gaszonen-
transport (Sublimation Travelling Heater Methode, STHM) zur
Zuchtung von CdTe Einkristallen®.

Die Kristalle wurden unter dem Aspekt der Herstellung von
Réntgen- und y-Detektoren im Spiegelofen gezichtet und
deshalb neben der bekannten Cl-Dotierung erstmals auch mit
Brom und Jod dotiert. Joddotierte Kristalle hatten 1.2:108,
Chlordotierte einige 107 bis 10'° und Bromdotierte einige 107
Qcm. Bei Joddotierung entstanden Polykristalle. Die Material-
transportrate wurde nach Arbeiten von Faktor, Garret und
Heckipgboﬂem berechnet und fiir ein Partialdruckverhaltnis
von ,* = 2 eine maximale Rate gefunden. Bei steilen
Temperaturgradienten durch die STH-Methode ist dieses Ver-
haltnis # 2 und es ergibt sich eine fir die Perfektion kritische,

Die Vortrdge auf der Jahrestagung zeigten reges .‘nreresse bei den
Teilnehmern

wesentlich geringere Transportrate. Vanadiumdotierung er-
gibt spezifische Widerstande von > 10° Qcm, Cl-Dotierung
bleibt aber als Kompensator der beste Dotierstoff. Dies wurde
durch Photolumineszenzmessungen nachgewiesen, die fir
alle Dotierungen Donator-Akzeptor-Paarlibergange zeigten;
beim Cl-dotierten Material wurden sie als Lumineszenz des A-
Zentrums, eines Komplexes der Forrn (Vegz Clyg,) identifi-
ziert.

H.U. Bloedner und P. Gille von der Humboldt Universitat Berlin
stellten eine ,Horizontale Rotations-THM zur Ziichtung von II-
VI Mischkristallen unter erzwungener Konvektion vor*.

Zur Zichtung zylindrischer EK groBen Durchmessers von
Mischkristallen aus Cd, Zn Te und Hg, Cd,Te wurde den
Querschnitt nur halb flllende Te-reiche Lésungszone zwi-
schen Kristall und polykristallinem Quellenmaterial
(querschnittsfillend) durch das horizontal liegende Rohr be-
wegt. Die Schwerkraft halt die Lésungszone in Ruhe, wahrend
der Querschnitt von Kristall und Quelle gleichmaBig benetzt
werden. Die Dicke der Eckmann-Schicht und die Konvek-
tionsfllisse in der Lésungszone werden durch das Modell der
rotierenden Scheibe flir n = 60 - 100 Umin-'beschrieben. Bei
7,8 mm d”' Wachstumsgeschwindigkeit sind schon 10° Ein-
schliisse cm®vorhanden bei 720 °C Ziichtungstemperatur, bei
800 °C sind hohere Wachstumsgeschwindigkeiten méglich fiir
Cd, Zn Te. EinschluBfreies Wachstum groBer zylindrischer
EK ist moglich bei V = 1 mm d'.

P. Rudolph vom Institut fir Kristallographie und Material-
forschung der Humboldt Universitat Berlin sprach tber ,Zur
Korrelation zwischen Nichtstéchiometrie und Punktdefekten
(Fremdstoffeinbau) bei der Ziichtung von Halbleiterver-
bindungen®.

Am Beispiel des CdTe wird der Dotierungseinbau von Ag, Cu,
Na und K auf Cd-Leerstellen (Te-UberschuB bei der Ziichtung)
und Elemente der V. Gruppe (insbesondere P) auf Te-Leerstel-
len (Cd-UberschuB bei der Ziichtung) durch absorp-
tionsgeeichte Exzitonen-Photolumineszenzmessungen mit ei-
ner Genauigkeit von < 10'? cm® gemessen. Daraus werden
Rickschlisse auf die mdglichst genaue Stéchiometrie-
einstellung, besonders zur Bestimmung der Solidus in der
Nahe des kongruenten Schmelzpunktes auf der Te-reichen
Seite gezogen, um eventuell doch hochohmiges Material ohne
Kompensationsdotierung zu erhalten.

Die Ziichtung auf der Te-reichen Seite fiihrt zu Te-Ausschei-
dungen von 10 - 100 um GroBe und um einen Cd-UberschuB
von 5.10'® bis 1.10'° zu erhalten, muB bei =8 atm Cd-Damptf-
druck gezilichtet werden.

Uber ,Darstellung von reinen und dotierten SrS Einkristallen*
trug R. Helbing von der Stanford Universitat (Cal.) aus der
Gruppe von Professor Feigelson vor.
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Bei dem Versuch SrS Einkristalle zur Untersuchung funda-
mentaler Elektrolumineszenzeigenschaften und dotiert mit Ce
furweiBe undblaue Lumineszenz durch Laser Heated Pedestal
Growth herzustellen, wurde eine hohe Flissigkeit des Materi-
als festgestellt. Das Kondensat war reines, nahezu
stéchiometrisches SrS und daraus ergab sich die Ziichtung
durch Sublimation-Kondensation bei 1650 °C und =10 Torrin
einer sich selbst versiegelnden Graphitampulle. Es wurden
Abscheidungen von 1 cm @ und 1-2 cm Lénge in 12 Tagen
erhalten, die aus einigen groBen Kérnern bestanden und ein
Schwefeldefizit hatten. Das Material kann in S-Atmosphére
nachgetempertwerden undistdurch Caverunreinigt. Bei einer
versuchten Dotierung mit P und J bei 1000 °C fir 48 h wurde
die Oberflache schwarz und elektrisch leitend bei geringer
Dotierungstiefe.

Christine Clemenz und H.J. Scheel aus der Gruppe fiir
Kristallzlichtung (Institut fiir Mikro- und Optoelektronik) der
Eidgen. Hochschule Lausanne berichteten iiber ,Fliissig-
phasenepitaxie von Hochtemperatursupraleitern (HTSC)",

Fir HTSC-Schichten von YBCO und NdBCO wurde beim
Wachstum durch Fliissigphasenepitaxie (LPE) reines Stufen-
wachstum (glatte Oberflachen) beobachtet im Gegensatz zu
physikalischen Abscheideverfahren (rel. rauhe Oberflachen).
Auf2° fehlorientierten LaAlO,-Stubstraten wurde Stufenbildung
erzwungen in wenig Ubersattigten eutektischen BaCu,O,-
CuO Losungsschmelzen bei=1070 °C. Ebenso wurden lange,
flache Stufen erhalten bei Verwendung von LaGaO, und
PrGaO, Stubstraten, bei denen der Misfit klein ist.

J. Donecker, B. Lux, P. Reiche vom Institut fir Kristallziichtung
des Forschungsverbunds Berlin e.V. berichteten tiber ,Mapping
von Striationsabstédnden”.

Rotationsstriations werden durch Brechzahlunterschiede mit
weiBem und monochromatischem Licht zur Bestimmung der

Wachstumsgeschwindigkeit pro Umdrehung sichtbar gemacht
und ausgemessen. Mit weiBem Licht erhalt man fiir Gebiete
mit gleicher Brechzahl Muster gleicher Farbe, die noch rel.
Abstandsunterschiede von 0,5 % erkennen lassen. Zur abso-
luten Bestimmung der Abstande bis < 100 um wird
monochromatisches Licht verwendet.

Periodische Oberflachenstrukturen kénnen ebenfalls in Form
von Moiré Mustern ausgemessen werden. Die Methode wurde
an InP Kristallen demonstriert.

K. Fischer

5.1.3

Nach der Postersitzung beschéftigten sich die restlichen Vor-
trage des Donnerstagnachmittags mit den Problemen und
Méglichkeiten des Hochtemperatursupraleiters YBa,Cu,O, .
Im Vortrag von Herrn Gérnert (IPHT Jena) wurde auf die
Méglichkeit der baldigen Anwendbarkeit dieser Substanz fiir
Hochstrom- und Levitationsanwendungen hingewiesen. Unter
speziellen Temperaturprogrammen hergestellte schmelz-
texturierte Proben mit gezielten Dotierstoffen, welche zum
einen die FluBschlauchverankerung begiinstigen und zum
anderen die mechanischen Eigenschaften verbessern, errei-
chen schon heute Stromtragféahigkeiten, welche den Einsatz
solcher ,Einkristalle” etwa als Permanentmagnet erlaubt.

Mitdem Problem der Zwillingsbildung bei Einkristallen des 123
Supraleiters beschaftigte sich der Vortrag von Herrn Wolf
(Kernforschungszentrum Karlsruhe). Mittels uniaxialem Druck
auf solche Kristalle ist es mdglich, eindoménige Kristalle
herzustellen. Es wurden Untersuchungen der Kinetik des
Entzwillingungsvorganges und der Stabilitatdes eindomanigen
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Zustands bei erhéhten Temperaturen vorgestellt. Um ein
Wiederverzwillingen bei erhéhten Temperaturen zu verhin-
dernwurde ein Verfahren angegeben, beidem der Gedachtnis-
effekt geldscht werden kann.

Im Vortrag von Herrn Maas aus Bonnwurde (iber die elektronen-
mikroskopische In-Situ-Beobachtung der Diffusion von Kupfer
und Sauerstoff in den Cuprat-Supraleitern berichtet. In einem
eindrucksvollen Videofilm wurde die Temperung eines YBCO
Einkristalls unter UHV-Bedingungen im Temperaturbereich
bis 850 °C gezeigt. Durch das hohe Punktauflésungsvermdgen
des Elektronenmikroskops ist es mdglich, Platzwechselvor-
gange im Kristall oder die Auflésung der Kristallstruktur bei
erhéhten Temperaturen direkt zu beobachten.

Derim Programm angekiindigte Vortrag von Herrn Scholz von
der Firma IBS GmbH wurde mit einer launigen Bemerkung des
Redners nach etwa 30 Sekunden beendet und auf den Aus-
stellungsstand der Firma verwiesen, das Auditorium zum
Kaffeetrinken geschickt.

Insgesamt zeigte der Nachmittag, daB die Hochtemperatursu-
praleiter die Materialwissenschaftler sicher noch jahrelang
beschaftigen werden. Erste technische Anwendungen dieser
Substanzen scheinen jedoch bereits noch vor ihrem vollstan-
digen Verstandnis méglich zu sein.

A Erb

5.1.4

Frau T.N. Yalovets hielt einen beeindruckenden Vortrag ber
die Ziichtung von Saphir-Einkristallen in gewlinschten Formen
sowie Uber die Charakterisierung der auftretenden Kristall-
defekte. Das experimentelle Vorgehen bei dieser ,Shaped
Growth“-Technik unterscheidet sich je nachdem, ob die form-
gebenden Elemente benetzt oder nicht benetzt werden. Durch
Weiterentwicklung des klassischen Stepanov-Verfahrens kann
der Radius des Kristalls wahrend der Zichtung veréndert
werden, so daB auch komplizierte Formen hergestellt werden
kénnen. Einkristalline Schrauben, Tiegel, Schiffchen u.v.m.
zeugen von der hohen Experimentierkunst dieser russischen
Gruppe.

Die Vorsitzende des polnischen Kristallziichtungsverbandes
Frau A. Pajaczkowskaberichtete Gber die Ziichtung von ABCO ,-
Verbindungen (A = Ca, Sr; B = Y oder Seltene Erden; C = Al
Ga) mit dem Czochralski-Verfahren. Die Verbindungen
kristallisieren in der tetragonalen K NiF -Struktur und werden
als Substrate fiir Hoch-Tc-Materialien sowie als Laser-Kristal-
le verwendet. Der elektronische Zustand der Elemente wird
Uber ESR-Untersuchungen bestimmt. Aus Suszeptibilitats-
messungen geht hervor, daB besonders beiden Nd-Systemen
eine Gefahr der Clusterbildung besteht.

Herr Uelhoff geht in seinem Vortrag auf das Meniskusproblem
beim Czochralski-Verfahren ein und diskutiert die verschiede-
nen Durchmesserkontrollméglichkeiten des wachsenden Kri-
stalls, die auf Meniskusbeobachtung basieren. Insbesondere
bietet die Meniskusform auch Méglichkeiten zur Analyse der
Temperaturverhaltnisse an der Wachstumsfront.

Das Vortragsthema von A. Bune lautet: ,Ein globales Modell
zum Warmetransport in Czochralski-Anlagen®. Er setzt kom-
merziell erhéltliche Programmpakete ein, um mit mdglichst
geringem Aufwand eine umfassende Modellierung des War-
me- und Stofftransports durchzufiihren. Diese Ergebnisse
sollen zur effektiven Anlagenoptimierung genutzt werden. Fr
einige LEC Modellsysteme sehen seine Ergebnisse recht
ordentlich aus. Es sind jedoch starke Naherungen notwendig,
sodaBder Berichterstatter glaubt, daB z.Zt. flir eine umfassen-
de Modellierung auf den Einsatz von GroBrechner nicht ver-
zichtet werden kann.

Im AbschluBvortrag stelltH. Scheel die Frage nach ,Strategien
fur optimale Czochralski-Technologie®. Er glaubt, daB mit der
neuen co-rotating-ring Czochralski-Methode (CRCZ) der Stein
der Weisen gefunden ist. Bei dieser Technik ist der Kristall von
einem Ring umgeben, der sich in der Schmelze mitdreht. Dies
soll zu einer verbesserten Kristallqualitat, insbesondere zu
weniger Striations, flihren. Um das Potential, welches in dieser
Methode liegt, endgiiltig beurteilen zu kénnen, bedarf es
jedoch noch weiterer Ergebnisse, die unter realistischen Be-
dingungen gewonnen werden.

W. ABmus

5.2.

Bericht zum Fachsymposium Diinnschichtherstellung
22.3.-24.3.1993 in Gosen

Durch die Kopplung der Jahrestagung '93 mit dem Fach-
symposium zur Dinnschichtherstellung ist es den Veranstal-
tern in hervorragender Weise gelungen, die Vielfaltigkeit bei
den Ziichtungsmethoden unterschiedlichster kristalliner Mate-
rialien, die fir modernste Technologien von groBem Interesse
sind, anschaulich zur Geltung zu bringen. Nicht chne Selbst-
zweck wurde das Diinnschichtsymposium in Berlin durchge-
fuhrt. Ist doch gerade in Berlin eine betrachtliche Anzahl von
Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Abscheidung dinner
Schichten fur Anwendungen in der Mikro- und Optoelektronik,
der Photovoltaik und dem Studium grundlegender Prozesse
bei der Keimbildung und dem Wachstum diinner Schichten
aktiv.

Am ersten Tag des Symposiums wurde die technologische
Vielfaltder Abscheidemethoden zur Herstellung diinner Schich-
ten dargestellt. Von den Vortragenden wurde an konkreten
Beispielen der Zusammenhang zwischen Materialeigen-
schaften entsprechend dem Anwendungszweck, den sich
daraus ergebenden Strukturparametern und den Spezifika der
Abscheidetechnologien dargestellt.

In ihrem Eréffnungsvortrag hat Frau Bauser (MPI-Stuttgart)
eindrucksvoll deutlich gemacht, wie das theoretisch gut ver-
standene und praktisch weit angewendete Verfahren der
Flissigphasenepitaxie (LPE) bei der Zichtung der
Siliciumschichten effektiv angewendet werden kann. Durch
das gleichgewichtsnahe Kristallwachstum der Schichten ist
diese Technologie fiir grundlegende Untersuchungen zum
Kristallwachstum, zum Dotierungseinbau und Defektentstehung
bestens geeignet. Von besonderem Interesse sind die Bemu-
hungen, auf der Grundlage der Untersuchungen zum Kristall-
wachstum, Schichten mit definierten elektrischen und struktu-
rellen Eigenschaften fiir ihnre Anwendung in der Mikroelektro-
nik und der Photovoltaik abzuscheiden. Beispiele dafir sind
Siliciumschichtstrukturen zur Herstellung von Diinnschicht-
solarzellen oder das laterale Uberwachsen von Siliciumoxid
aus Saatfenstern. Deutlich wurden die Bemiihungen, gemein-
sam mit anderen Partnern die Arbeiten in eine technologie-
relevante Richtung auszuweiten. Dies kommt besonders durch
die Verwendung von multikristallinen Substraten bei der Ab-
scheidung von Silicium fir Anwendungen in der Photovoltaik
und in der Entwicklung von LPE-Maschinen zur Beschichtung
von 4 Zoll Substraten zum Ausdruck. Hervorzuheben sind die
Aktivitaten, mit denen die Arbeitsgruppe von Frau Bauser die
Zusammenarbeit mit Einrichtungen in den neuen Bundeslan-
dern, speziell dem Institut fir Kristallziichtung in Berlin, unter-
stitzt und férdert. Die erfolgreiche Zusammenarbeit in einem
Verbundprojekt wurde durch die Vorstellung gemeinsamer
Ergebnisse bei der Abscheidung von Siliciumschichten auf
multikristallinem Silicium verdeutlicht.

In den folgenden Vortragen wurde gezeigt, in welcher techno-
logischen Vielfalt bei der Abscheidung von diinnen Schichten
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die Vorteile der einzelnen Methoden zur Optimierung der
Eigenschaften unterschiedlichster kristalliner Materialien aus-
genutzt werden kénnen.

Herr Schubert (Inst. f. Schicht- und lonentechnik, Jilich) hat
am Beispiel der Abscheidung von Hochtemperatursupraleiter-
materialien durch Laserablation ein Verfahren vorgestellt, mit
welchem sich bei hohen Prozessgeschwindigkeiten (30 ns)
und Wachstumsraten von 50-100 mm pro Minute nahezu
jedes Material stéchiometrisch abscheiden 14Bt. Die so erhal-
tenen YBa,Cu,0, , Schichten bieten sich auf Grund der guten
supraleitenden Eigenschaften und der hohen Kristallqualitat
zur Herstellung einer Vielzahl von Bauelementen an.

In den Beitrdgen von Herrn Walcher (Fh. Inst. f. Angewandte
Festkorperphysik Freiburg) und Herrn Schultrich (Dresden)
wurde auf die Abscheidung von Diamantschichten eingegan-
gen. Herr Walcher stellte ein CVD-Verfahren vor, bei dem das
ProzeBgas thermisch oder mit Hilfe eines Mikrowellenplasmas
angeregt wird. In Abhangigkeit der Gaszusammensetzung
und optimierten Abscheidetemperaturen wurden auf diese
Weise Fasertexturen mit glatten Oberflachenund (100) Facetten
an der Oberflache erhalten.

Wie mit Hilfe von RHEED-Oszillation das nahezu atomare
Schichtenwachstum bei der Molekularstrahlepitaxie (MBE)
beobachtet und die prézise Einstellung von Schichtdicken
einzelner Schichten in Mikrostrukturen méglich ist, wurde von
Herrn Griesche (Humboldt-Uni., Berlin) vorgestellt. Anhand
der Verringerung der Halbwertsbreite der Intensitatsverteilung
entlang des 00-Stabes im RHEED-Bild wahrend der
Wachstumspause bei der MBE wurde die Glattung der ge-
wachsenen Oberflache quantitativ beschrieben. Das Wachs-
tum erfolgte durch laterales Auswachsen von Flachenkeimen.
Bei Wachstumsunterbrechungen von weniger als einer Minute
wurde ein stabiler Zustand der gewachsenen Oberflache er-
reicht. Sehr anschaulich wurde vom Referenten dargelegt, wie
durch Ausnutzung der RHEED-Oszillation zur Steuerung des
Shutters der Zn-Quelle bei der Abscheidung von ZnSe ge-
wiinschte Dicken von Einzelschichten mit hoher Prazision
eingestellt werden kénnen. Mit dieser ,phase-locked epitaxie”
wurden relativ dicke ZnSe-Schichten auf GaAs abgeschieden.

Dieinsitu-Charakterisierung von Kristalloberflachen mit RHEED
bei der Molekularstrahlepitaxie (MBE) stand auch im Mittel-
punkt des Beitrages von Herrn Daweritz (Paul-Drude-Inst.
Berlin). Dabei ging esim Speziellen um Echtzeituntersuchungen
zur Entwicklung der Oberflachenmorphologie in atomaren
Dimensionen. Bei der Abscheidung von GaAs auf GaAs und Si
auf GaAs wurde die Kinetik von GaAs (001) Flachen wahrend
des Wachstums und nach Wachstumsunterbrechnungen un-
tersucht. Sehr interessant im Hinblick einer Integration von Si
und GaAs sind die Untersuchungen der Anlagerungskinetik
von Silicium bei der Abscheidung auf fehlorientierten GaAs
(001) Flachen. Es konnten Si-modifizierte Oberflachen ochne
drastische Degradation der Wachstumsfront mit GaAs Uber-
wachsen werden.

Herr Sitter (Uni. Linz) stellte Ergebnisse bei der Abscheidung
von CdTe, ZnTe, CdSe und ZnSe durch Atomlagenepitaxie im
Ultrahochvakuum (UHV-ALE) vor. Beeindruckend war, wie
durchdie Zahlder verwendeten Wachstumszyklen die Schicht-
dicke in der Dimension von Monolagen sehr genau eingestellit
werden kann. Beglnstigt durch den selbstregulierenden
Wachstumsmechanismus konnten selbst kleinstmdgliche
Strukturen, wie Supergitterperioden von zwei Monolagen und
Quantentopfbreiten von einer einzigen Monolage realisiert
werden.

Durch den Referenten wurde die Ubereinstimmung der expe-
rimentellen Ergebnisse mittheoretischen Betrachtungen schlis-
sig dargestellt. Analytische Untersuchungen dokumentierten

die hohe kristalline Qualitat der hergesteliten Schichten. Trotz-
dem ergaben sich im Auditorium Diskussionen, in wie weitman
bei einer oder zwei Monolagen von einem Mischkristallgitter
sprechen kann, und in welchem MaBe die Realstruktur der
Substrate auf die Dimensionen und Struktur der ab-
geschiedenen Atomlagen durchgreift und das laterale Wachs-
tum beeinfluBt.

Zu Beginndes zweiten Tages des Fachsymposiums zur Dinn-
schichtherstellung wurde die Thematik der Calkopyrite disku-
tiert.

Herr Walter (Institut fir Physikalische Elektronik der Universi-
tat Stuttgart) stellte eine Mdglichkeit der Herstellung dieser
Verbindungshalbleiter vor. Er benutzte die Methode der
Koverdampfung zur Herstellung polykristalliner Schichten von
Culn(S,Se),. Es wurde besonders auf das unterschiedliche
Wachstumsverhalten kupferreicher und kupferarmer Schich-
ten eingegangen. Dabei wurden Segregationseffekte und das
Auftreten von Sekundérphasen sowie der Einbau von Schwe-
fel und Selen untersucht.

Ein anderes Prinzip zur Schichtherstellung wurde von B.
Steiner (Institut fir Kristallzchtung, Berlin) angewandt. Es
wurden die Ergebnisse der Abscheidung dinner Schichten
des Mischkristallsystems CulnSe, - ZnIn,Se, nachdem FLASH-
Verfahren vorgestellt. Die hergestellten Schichten wurden
beziglich Kristallinitat, Struktur, Zusammensetzung sowie elek-
trischer und optischer Eigenschaften charakterisiert.

Ebenfalls mit strukturellen Untersuchungen befaBte sich R.
Scheer (Hahn-Meitner-Institut, Berlin). Er untersuchte die
Morphologie und Mikrostruktur aufgedampfter CulnS,-Schich-
ten im Hinblick auf stdchiometrische Eigenschaften.

Einen weiteren Beitrag zur Chalkopyrit-Thematik lieferten A.
Lenz und S. Weise (Universitat Leipzig). Sie stellten ein Poster
zur Darstellung von CulnSe,-Schichten mittels Laser-
verdampfung vor.

Die folgenden zwei Beitrage hatten die Wechselwirkung zwi-
schen dem Substrat und der Epitaxieschicht zum Gegenstand.
Herr Knauer (FBH, Berlin) verglich den EinfluB von GaAs und
InP Substraten auf Schicht- bzw. Bauelementeeigenschaften
von GaAs(AlGaAs und InP/InGaAsP-Schichtstrukturen. Im
GaAs/GaAlAs System sind die entscheidenden EinfluBfaktoren
Versetzungen und deren Wechselwirkung mit Punktdefekten.
Im InP/InGaAsP System ist dieses in erster Linie die
Oberflachenpraparation des InP und erst in zweiter Instanz
dessen Volumeneigenschaften (epd < 10° cm™). Als kritisch
erweist sich der Schutz des InP vor der thermischen
Degradation. Effektivgeschitzt werden InP-Oberflachen durch
InP bzw. In-Sn-P-Schmelze nur fir Temperaturen <650 °C. Es
wurde gezeigt, daB im Zusammenhang mit Spannungsfeldern
InP ebenfalls zur Quelle von Punktdefekten werden kann.

Im zweiten Vortrag ging Herr Utke (Humboldt-Uni.) am Beispiel
von (Hg,Cd)Te/(Cd,Zn) Te aufdas Gittermisfit von epitaktischen
Systemen ein. Die Berlicksichtigung des diffusionsinduzierten
Misfits neben dem thermischen- und geometrischen Misfit 1 Bt
erwarten, daB in der GrenzflacherSubstrat-Schicht das Gitter-
konstantenprofil ein Minimum erreicht, wenn ein positiver
geometrischer Misfit eingestellt wird. Als Beleg wurden verrin-
gerte Defektdichten an defektgeatzten Grenzflachen aufge-
fahrt.

Herr Lengeling (AIXTRON, Aachen) verdeutlichte in seinem
Beitrag die Entwicklungsetappen der MOVPE zur Produktions-
technologie an Hand der Reaktorentwicklung der Firma
AIXTRON und der in ihnen erzielten Schichtdickenhomo-
genitaten Uber 5+3" bzw. 7+2" Substraten. Als derzeitiger
Stand wurde der fiir 5+3" bzw. 7+2"-Substraten geeignete
Planeten-Reaktor genannt. Einer weiteren Entwicklung be-
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zlglich gréBerer Durchmesser und Homogenitat scheinen fiir
diesen Reaktortyp vorerst Grenzen gesetzt zu sein.

Uber planare und selektive MOVPE mit alternativen Quellen
berichtete Herr Ottenwalder (Uni.-Stuttgart). Er machte Aus-
sagen Uber die Vertraglichkeit von DADI (Dimethylamino-
propyldimethylindium) und TBAs, (TBP) bzw. DADI/AsH, im
Vergleich zu TMIn/AsH, und iiber deren EinfluB auf die Keim-
bildung und Geometrieeffekte bei der selektiven Epitaxie. Es
wurden keine parasitdren Seitenreaktionen des TBAs (TBP)
mit DADI gefunden. Die Geometrieabangigkeit der GalnAs-
Komposition tiber Offnungen im maskierten Substrat war beim
Einsatz des DADI im Vergleich zum TMIn-Einsatz geringer.

Zur Klarung der Bandstruktur verschieden verspannter
InGaAs(P) Quanten-Well-Strukturen wurden von Herrn Harle
u.a. (Uni.-Stuttgart) Magnetotransportmessungen durchge-
fuhrt. Die effektiven parallelen Massen der Elektronen wurden
aus Cyclotronresonanz und temperaturabhéngigen Shubnikov
de Haas Messungen ermittelt und zeigten gute Ubereinstim-
mung. Es konnten sowohl die InGaAs Komposition als auch
die Topfbreitenabhangigkeit der effektiven Elektronenmasse
bestimmt werden sowie der EinfluB der Barriere auf die
Elektonenbeweglichkeit.

Zur Herstellung und Charakterisierung von halbleitenden B-
Eisensilizid mitdirektem optischen Bandiibergang (leV) sprach
Herr Lange (HMI, Berlin). Das B-FeSi, findet fir thermo-
elektrische, optoelektronische und photovoltaische Zwecke
Anwendung. Der Leitungstyp des undotierten bzw. Al-dotier-
ten Materials wird als p-leitend angegeben (u <4 cm?/Vs), Co-
Dotierung fihrt zur n-Leitung (1 < 1 cm?Vs). Die Schichten
wurden mittels verschiedener Aufdampfverfahren dargestellit
und mit Réntgendiffraktometrie, AES und RBS untersucht.
Optische Messungen im Bereich von 10?2 bis 24 eV zeigten
eine Verschiebung der Gitterabsorptionskante zu héheren
Energien mit Co-Dotierung. Die dielektrische Funktion im UV-
Bereich zeigte eine deutliche Struktur bei 4,6 und zwischen 14
-35 eV, auf die Ubergange zwischen bindendem Valenzband-
und antibindenden Leitungsbandzusténden zuriickgefiihrt wur-
den.

Die Darstellung von Pyritschichten mit MOCVD waren Gegen-
stand des folgenden Vortrages (C. Hopfner, HMI, Berlin).
FeSi, ist als Absorbermaterial fiir Solarzellen von Interesse
(Eg ~1eV, a = 5-10° cm™' flr hv > 1,3 eV). Erstmalig konnten
Pyritschichten bei Substrattemperaturen (iber 500°C ab-
geschieden werden (aufwartsgerichteter Gasstrom in einem
vertikalen Niederdruck - MOCVD-Reaktor). Die Schichten
waren phasenrein und stéchiometrisch mit KorngréBen von
bis zu 1500 A. Die Verbesserung der Schichteigenschaften
wurde einerseits auf die héhere Wachstumstemperatur und
die gestiegene Mobilitat der Fe-Atome zurlickgefiihrt, anderer-
seits auf die hoheren, mittels MOCVD realisierbaren,
S-Partialdriicke.

Der Mittwoch wurde eréffnet durch einen Vortrag, von Herrn
R.H. Mauch (HHI, Berlin), Uber die Dinnschichtelektro-
lumineszenz auf der Basis von dotierten Erdalkalisulfiden. Es
ist bekannt, daB die Erzeugung von Grin und Blau fir
Vollfarbdisplays mittels Dinnschichtelektrolumineszenz
schwierig ist. Die Seltenen Erden als Dotierstoffe in ZnS als
gebrauchliches Displaymaterial scheiden aufgrund der
unangepaBten Kationradien zum ZnS aus. Im Hochfeldbetrieb
wiirden solche Bauelemente rasch degradieren. Geeigneter
sind die Erdalkalisulfide oder Selenide der Gruppe 12 [V,
Deren stark hygroskopische Natur und lonizitat stellen erhhte
Anforderungen an die Préaparationstechnik. Als Vertreter die-
ser Gruppe werden die Systeme CaS:Eu und SrS:Ce durch
reaktives Aufdampfen hergestellt und sind material-
wissenschaftlich und elektrolumineszenzspezifisch charak-
terisiert worden.

Im letzten Vortrag zur Préparation von Diinnschichten stellte
Herr J. Jaegermann (HMI, Berlin) die Van der Waals Epitaxie
halbleitender Metallchalkogenide mit Schichtgitterstruktur vor.
Diese werden als alternative Materialien fiir Solarzellen er-
forscht. Es gelang mit MBE einkristalline InSe- und GaSe-
Schichten auf WSe,, bei Temperaturen oberhalb von 450°C,
bzw. texturierte Schichten auf Glimmer abzuscheiden. Mittels
VPE im Hochvakuum préaparierte Filme waren dagegen nur
texturiert (hexagonales Gitter). Damit ist eine Grundlage zur
Verbesserung der Photoaktivitat dieser Materialsysteme ge-
schaffen worden.

Neben einer Anzahl weiterer sehr interessanter Beitrage zu
unterschiedlichsten Materialkombinationen und unterschiedli-
chen potentiellen Anwendungen wurde das Symposium durch
Vortrage Uber analytische Methoden zur Charakterisierung
ddnner Schichten abgerundet.

Herr Swiatkowski (HMI, Berlin) demonstrierte die Méglichkei-
ten der zeitauflésenden Mikrowellen- Photoleitfahigkeit zur
Messung der Ladungstragerkinetik der Majoritatsladungstrager
in Schichtstrukturen wie amorphem Silizium auf Glas oder
einkristallinem Silizium. Giinstig ist diese Methode speziell fir
Schichten mit groBem Brechungsindexsprung von Schicht zu
Schicht, bei nicht zu hoch dotierten Schichten. Diese Untersu-
chungen sind in situ méglich.

Durch die Firmen SENTECH, Berlin und SEMILAB, Budapest,
wurden MeBverfahren und Geréte vorgestellt, die dem Ziichter
von didnnen Schichten eine wirksame Hilfe bei der
Charakterisierung des Kristallmaterials sein kénnen. SENTECH
INSTRUMENTS GmbH nutzte die Méglichkeit, zwei ihrer
kommerziell angebotenen MeBverfahren néher zu erldutern.
Herr U. Richter berichtete (iber die deutliche Verbesserung der
MeBgenauigkeit bzgl. der Schichtdicken-, Brechungsindex-
und zum Teil der Absorptionskonstantenermittiung mittels
Einsatz einer ellipsometrischen Mehrwinkelmessung im Ver-
gleich zu Messungen mit einem fixierten Einfallswinkel. Die
Fokussierung des MeBfleckdurchmessers auf 20 um brachte
keine wesentliche Verfalschung der Ergebnisse. Er demon-
strierte das Verfahren an 8 um dicken SiO,-Schichten auf Si.

Die Analyse von WeiBlicht-Reflexionsspektren an transparen-
ten Filmen zur Bestimmung der Schichtdicke wurde von Herrn
U. Wilsch vorgestellt. Ein Si-Photodiodenarray auf einer PC-
Einsteckkarte stellt das Spektrometer dar. Die damit an z.B.
AlAs/GaAs Strukturen ermittelten Dicken stimmten gut mit
ellipsometrisch ermittelten dberein.

Herr P. Ttitto (SEMILAB) gab einen Uberblick iiber die elektri-
sche Charakterisierung von Halbleiterschichtstrukturen mit
der weit verbreiteten CV-Profiling Methode. Es wurde (iber die
eingesetzten Elektrolyte und MeB- und Atzbedingungen, spe-
ziell fir Alll-BV-Schichtsysteme, berichtet. Als Verbesserung
der Methode wurde ein kurzzeitiges zusatzliches kathodisches
Atzen unmittelbar vor der jeweiligen CV-Messung empfohlen.
Aufdie Probleme der steigenden Dicke der Verarmungsschicht
an der Halbleiteroberflache mit sinkender Ladungstrager-
konzentration wurde hingewiesen.

Inder Posterdiskussion wurde der stark anwendungsorientierte
Inhalt der Arbeiten zur Abscheidung diinner Schichten unter-
strichen. Die Poster, welche sich mit alternativen Materialien
und Abscheideverfahren flr phtovoltaische Anwendungen und
mit Schichten fiir die Nutzung thermoelektrischer und opti-
scher Eigenschaften befaBten, boten sowohl Gelegenheit zur
Diskussion von Fragestellungen der Praparation und Analytik
des Schichtmaterials, als auch von apparativ experimentellen
Problemen. Die Posterveranstaltung bildete eine effektive
Erganzung des Vortragsprogramms.

G. Wagner, A. Knauer
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6. Ubersichtsartikel

Indieser Ausgabe wird aus technischen und anderen Griinden
kein Ubersichtsartikel erscheinen. Der Autor des im letzten MB
unter dieser Rubrik erschienenen Artikels, Herr Dr. W. M6hling,
gibt noch folgende Korrekturen an.

(Redaktion)

Erratum
Characterization of Crystal Defects
No 56/Nov. 1992, p. 36 and following

A number of printer's errors makes bad reading of some . L\
passages. Since these do not cause basic misunderstanding,

we will not give a detailed correction but ask for the reader's f"o 8 )
pardon. Two items need correction however. | e
1.) Essential confusion is produced by misprinted Burgers A T
vectors and linie directions for the dislocations shown in
Fig S(Sonp Wiy (IR e Fig. 8 Determination of the dislocation type
Please read for the three dislocation outcrops form top to Expense for Dislocation Analysis
bottom: i o . sonhY: TEM XRT transm. DCT back refl.
1.=[121],b_=1/2 [101];1 =[132],b=1/2 [101] and 1=[312], Image Size [um] (1-5).102 10 - 50 10 - 200
b =1/2[101]. Density [cm?] 10°- (10') 10%- (10°) 10*- (105)
’ Sample Size[cm?¥  102-(10") 10'-102 10'-10?
2.) A number of misleading brackets have been added in the Thickness [cm] 10 102-10" [109]
print of table 2. The correct table reads Breparation vaslt (s (68}
Time (survey) [h 1 10" - 102 1-5
Table 2 e (Ruvey) L ; :
= (man) (machine) (machine)
Sample Vol. [cm?] 10°® 102- 1 (107

SYSTEMTECHNIK SKORNA

Kristallzucht mit InduktionserwGrmung

STS Halbleitergeneratoren bieten gravierende Vorteile:

P Sehr hoher Wirkungsgrad von 90% gegenlber Réhrenwirkungs-
graden von 30..50%. Das halbiert die Energiekosten.

Geringerer KUhlwasserverbrauch und niedrige Rlckkuhlkosten,

Hervorragende Leistungsstabilitét von 0,1% durch uP-Regler.

Reduzierte GréBe und Gewicht auf 1/4 eines Réhrengenerators.

Steuerung

Keine Hochspannung am Induktor, einfache Vakuumanwendung.

Versorgungs-
Keine Folgekosten durch den Wechsel verbrauchter Rdhren. iy

Vo Vo N V¥ N

Serielle RS232 Schnittstelle zur ProzeBsteuerung durch PC. Q

Systemtechnik Skorna liefert folgende Produkte: g

-Hochfrequenz-Halbleiter-Generatoren 80..400 kHz / 3..100 kW Systemtechnik Skorna ab 01.09.93 Systermtechnik Skorna
-Mittelfrequenz-Halbleiter-Generatoren 20..40 kHz/ 10..100 kW Eschenfelden 93 Max-Reger-Strale 1-3
-Komplette Laborvakuumanlagen zum ProzeB in Schutzgas bis UHV W-B459 Hischbach 2 92237 Sulzbach-Rosenberg
-Verlustarme HF-Hochstrom-UHV-Durchflhrungen nach Zeichnung PLZ 92275

-Schwebeschmelzanlagen zur Erstarrung in der Schwerelosigkeit Tel: 09665-8144 Tel: 094661-9443
-Sonderanlagen der Energietechnik und -umformung Fax: 09665-8188 Fax: 09661-9962
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Please note that brackets in the second and third rows indicate
uppermost limits which can be reached only under favourable
conditions. Sample sizes of 102 cm? can well be analysed in x-
ray topography, and a sample thickness of 10! em ist not an
ultimate limit for transmission. The sample thickness is
insignificant in back reflection geometry (last columne). Figures
given in square brackets refer to the information depth which
is determined by the penetration depth of the x-rays.

Mitteilungen anderer Gesellschaften

AACG

Von der American Association for Crystal Growth lag die
Herbst- und Winterausgabe des Newsletters vor. In der Herbst-
ausgabe stand noch ganz die ICCG 10 in San Diego im
Mittelpunkt. In der Presidents Corner dankt Dave Brandle
nochmal allen, die zum Gelingen beigetragen haben. Dane-
ben gibt es noch einen Konferenzbericht. Ein zweites Thema
von D. Brandle sind anstehende Vorstandswahlen der AACG.
Zwolf von vierundzwanzig Mitgliedern stehen zur Wahl an,
siebenundzwanzig Kandidaten werden in einer Kurzbi ographie
vorgestellt.

Die Themen der Presidents Corner der Winterausgabe sind
die anstehenden Wahlen fiir das Exekutivkomittee der AACG,
der Stand der Planung fiir die 9. American Conference on
Crystal Growth und die Personalentwicklung seit 1991. Seit
1991 ist der Mitgliederstand leicht zuriickgegangen. Dave
Brandle fihrt dies auf die wirtschaftliche Lage und Anderungen
in der Berufsentwicklung von Mitgliedern zuriick. Dariiber
hinaus haben aber offensichtlich einige Mitglieder nur ihre

B CZOCHRALSKI OXIDE PULLERS.

® From the micro-puller (capability: 300 g)
up to the industrial capability 30 Kg.

® Operating pressure: from vacuum up to
2 bars - absolute pressure.
W BRIDGMAN-STOCKBARGER FURNACES.
W IMAGE FURNACES (infrared heating).
B CRYSTAL GROWTH EQUIPMENT
BUILDING ELEMENTS :

M Direct drive, vibration free translation /
rotation units.

® Torque motors and electronics.
= Weighting devices.
® Vacuum tight, water cooled jars.

M ORIENTEXPRESS.
A software for easy Laue pattern indexing.

B SPECIAL INSTRUMENTS ON
CUSTOMERS SPECIFICATIONS.

Mitgliedschaft nicht verlangert. Um aber als Gesellschaft, die
die Interessen der Mitglieder vertritt, iberleben zu kénnen, ist
man auf die Mitarbeit der Mitglieder angewiesen. Es folgen
.Crystal Growth News*, iberwiegend mit Personalien aus der
AACG. In einem mehr persénlichen Beitrag beschaftigt sich K.
Nassau mit der Frage, wer zuerst synthetische Diamanten
hergestellt hat, eine Gruppe bei General Electronic oder eine
schwedische Gruppe. Er gesteht der GE Gruppe einen gréBe-
ren Anteil an der Entwicklung von synthetischen Diamanten zu.

Abgerundet werden beide Ausgaben des Newsletters durch
Tagungsankindigungen, Nachrichten aus den Regionen und
einen kleinen Stellenmarkt.

BACG

Von der British Association for Crystal Growth liegt mir die
Novemberausgabe von 1992 zur Durchsicht vor. Den groBten
Teil nehmen Berichte von der Mitgliederversammiung 1992
ein: eine Zusammenfassung des Berichts des Chairmans, der
Bericht des Schatzmeisters und der des Sekretars fiir die
Mitglieder. Es folgen Konferenzberichte vom 2nd International
Workshop on the Crystal Growth of Organic Material im Sep-
tember 92 in Schottland und vom 7th Trieste Semiconductor
Symposium tiber ,Wide Band Gap Semiconductors*im Juni 92
in Triest. Weitere Themen sind ausfihrliche Tagungsan-
kiindigungen sowie ein kurzer Tagungskalender.

KKN

Info Nr. 54 der Kontaktgroep voor Kristalgroei Nederland
beginnt mit dem Programm fiir die Jahrestagung 1992. Es
folgen Zusammenfassungen mehrerer Promotionsarbeiten von
Mitgliedern.

THE FANTASTIC INDU
PULLE

STRIAL

R FOR AN R&D PRICE
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Tagungska|ender 1. - 8. September Beijing / PRC
16th Triennial General Assembly and International Congress

1993 of the International Union of Crystallography i

16. - 21. Mai Barcelona / E

22nd Annual International Conference on Computer Coupling
of Phase Diagrams and Thermochemistry (CALPHAD-22)

Prof. N. Clavaguera, Universidad de Barcelona, Facultad de
Fisica, Avda. Diagonal 647, E-08028 Barcelona, Espana

16. - 21. Mai Honoluli (HA) / U.S.A.
3rd International Symposium an Diamond Materials

The Electrochemical Society Inc., 10 South Main Street,
Pennington, NJ 08534-2896

2. - 4. Juni Malmé / S
5th European Workshop on Metal-Organic Vapour Phase
Epitaxy and Related Growth Techniques (EW-MOVPE V)

P. Omling, Secretary of EW-MOVPE V, Dept. of Physics
University of Lund, Box 118, S-221 00 Lund, Sweden

21. - 23. Juli Nara/J
4th International Conference on Chemical Beam Epitaxy and
Related Growth Techniques (ICCBE-4)

Prof. S. Hiyamizu, ICCBE-4 Chairman, Faculty of Engineering
Science, Osaka University, Toyonaka, Osaka 560, Japan

13. - 26. Juli Erice / Sizilien
Intern. School of Materials Science and Technology, Nonlinear
Optical Materials, Course 26;

Dr. K. Welford, Scientific Secretary, DRA Malvern, St. Andrews
Road, Great Malvern, Worcs. WR 14 3 PS, UK

1. - 6. August Baltimore (MD) / U.S.A.
9th American Conference on Crystal Growth (ACCG-9)

J.C. Jacco, Philips Components, 5083 Kings Highway,
Saugerties, NY, U.S.A.

23. - 27. August Garmisch-Partenk. / D
6th International Conference on Modulated Semiconductor
Structures (MSS6)

G. Abstreiter, MSS6 Chairman, Walter Schottky Institut, Techn.
Universitat Miinchen, D-8046 Garching

25. - 27. August Saitama / J
2nd International Conference on the Application of Diamond
Films and Related Materials (ADC '93)

ADC '93 Secretariat, c/o International Communications Inc.,
Kasho Bldg. 2F, 2-14-9, Nihombashi, Cuo-ku, Tokyo 103,
Japan

29. August - 1. September Chiba / J
International Conference on Solid State Devices and Materials
5th International Conference on Silicon Molecular Beam Epitaxy

Prof. Y. Shiraki, Research Center for Advanced Sciense and

Technology (RCAST), University of Tokyo, 4-6-1 Komba,
Meguro-ku, Tokyo, Japan

29. August - 2. September Freiburg i. Br./ D
20th International Symposium on Gallium Arsenide and related
Compounds

H.J. Boehnel, Fraunhofer-Institut fir Angewandte Festkorper-
physik, Tullastr. 72, D-7800 Freiburg i.Br., Germany

Prof. M.-C. Shao, Institute of Physical Chemistry, Departement
of Chemistry, Peking University, Beijing 100871, China

5. - 10. September Saint Malo / F
Polycrystalline Semiconductors - Physics and Technology
(POLYSE '93)

0. Bonnaud and B. Fortin, c/o GMV, Université de Rennes |,
Campus de Beaulieu, 35042 RENNES CEDEX, France

6. - 10. September Cambridge / U.K.
15th International Conference on Amorphous Semiconductors:
Science and Technology

Dr. A.J. Snell, Dept. of Electrical Engineering, The University

of Edinburgh, The King's Buildings, Edinburgh EH9 3JL,
Scotland

19. - 22. September Bristol / U.K.
4th International Workshop on Purification of Materials for
Crystal Growth and Glas Processing

Prof. F.W. Aigner, The Pennsylvania State University, 134
Materials Research Lab., University Park, PA 16802, U.S.A.

20. - 24. September Albufeira / Portugal
4th European Conference on Diamond, Diamond-like and
Related Coatings (Diamond Films '93)

Conference Organizers in Medecine, Science and Technology,
P.O. Box 415 Lausanne 1, Switzerland

21. - 25. September Leipzig/ D
15th European Crystallographic Meeting (ECM-15)

Prof. P. Paufler, Institut fir Kristallographie, Mineralogie und

Materialwissenschaft, Universitat Leipzig, Scharnhorststr. 20.
0-7030 Leipzig

21. - 23. September
12th Symposium on Industrial Crystallization

Z. Rojkowski, Warsaw University of Technology, Faculty of
Chemical and Process Engineering, Warynskiego st. 1,
PL-00-645 Warsaw, Fax.: (+4822) 250163

Warschau / PL

6. - 8. Oktober Weimar
Deutsche Keramische Gesellschaft (DKG), Jahrestagung 1993;

Deutsche Keramische Gesellschaft, Frankfurter Str. 196,
W-5000 Kéln 90

6. - 10. Oktober Santander / E
Defect Research and Image Processing in Semiconductors
and Devices (DRIP 5)

Prof. J. Jimenez, ETS Ingenieros Industrales, Dept de Fisica
de la Materia Condensada, University de Valladolid, 47011
Valladolid, Spain, Fax.: 34-83-423370

29. November - 3. Dezember
MRS Fall Meeting
P.M. Fauchet, Fax.: (716) 275-2073

1994
Mérz Stuttgart / D
DGKK Jahrestagung

Prof. Dr. H. Paus, 2. Physikal. Institut, Universitat Stuttgart,
Pfaffenwaldring 57, W-7000 Stuttgart 80, Tel.: 0711 - 5223,
Fax.: 0711 - 5285

Boston (MA) / U.S.A.
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24. - 29. Juli Freiburg
Intern. Conference on Vapor Growth and Epitaxy, ICVGE 8

Chairman: K.W. Benz, Kristallographisches Institut, Hebelstr.
25, W-7800 Freiburg

5. - 6. September Norwich / U.K.
Anglo-Dutch Meeting on Application and Theory to Industrial
Crystallisation and Thin Film Epitaxy

Dr. K.J. Roberts, Deptof Pure and Applied Chemistry, University
of Strathclyde, Thomas Graham Building, 295 Cathedral Street,
Glasgow G1 1XL, U.K.

1995
11. - 16. Juni La Hague / NL
11th International Conference on Crystal Growth (ICCG-XI)

CONGREX Holland BV, Keizersgracht 782, 1017 EC
Amsterdam, The Netherlands, Fax.: +3120 625 9574

Personalien
Neumitglieder

Reiche, Peter, Dr., Ing.

Institut f. Kristallzlichtung

Forschungsverbund Berlin e.V.

Rudower Chaussee 6

0O-1199 Berlin

Tel.: 030/6704-2581 Mitgliedsnummer: 665 M Edat.: 01/04/92
Fax.: 030/6704-5921

E-Mail geschaftl.:

Zichtung oxidischer Kristalle nach der CZ-Methode

Uecker, Reinhard, Dipl.-Kristallograph

Institut f. Kristallziichtung

Forschungsverbund Berlin e.V.

Rudower Chaussee 6

0-1199 Berlin

Tel.: 030/6704-2581 Mitgliedsnummer: 666 M Edat.: 01/04/92
Fax.: 030/6704-5921

E-Mail geschaftl.:

Zichtungsapparaturen

Schmitt, Roland, Chemiker

AEG

Theresienstr. 2

W-7100 Heilbronn

Tel.: 07131/621298 Mitgliedsnummer: 667 M Edat.: 01/04/92
Fax.:

E-Mail geschaftl.:

Herstellung, Charakterisierung von CdZnTe-Monokristallen,
Epitaxie von HgCdTe auf CdZnTe <111>-Substraten nach
dem Dipping-Verfahren

Werner, Jirgen, Dr. Dr., Dipl.-Physiker

MPI fir Festkérperforschung

Heisenbergstr. 1

W-7000 Stuttgart 80

Tel.: 0711/6860-645 Mitgliedsnummer: 668 M Edat.: 01/07/92
Fax.: 0711/6874-371

E-Mail geschaftl.:

Polykristalline Halbleiter, Korngrenzen, Schottky-Kontakte,
Solarzellen, Het erostrukturen

Lingart, Jurij, Dr., Physiker
Crystal Growth & Equipment CGE
Palackeho 175

CS-551 01 Turnov
Tschechoslowakei

Tel.:0042/436-22535 Mitgliedsnummer: 669 M Edat.: 01/04/92
Fax.: 0042/436-22323

E-Mail geschaftl.:

Wiérmetbertragung durch Warmestrahlung und -leitung und
deren mathem. Modellierung, Wéarmedibertragung in Kristall-
ziehanlagen und -Ofen aller Art, Berechnungen und Entwurf
thermischer Umgebungen, opt. Eigenschaften

Donecker, Jorg, Dr., Dipl.-Physiker

Institut f. Kristallzlichtung

Rudower Chaussee 6

0-1199 Berlin

Tel.: 030/6704-2483 Mitgliedsnummer: 670 M Edat.: 01/07/92
Fax.: 030/6704-5921

E-Mail geschéftl.:

Festkorperphysik, Kristalloptik und -spektoskopie, Kristall-
charakterisierung, Kristallzlichtung

Seifert, Wolfgang-Syed, Student

Fachhochschule Minster

Abt. Steinfurt

Stegerwaldstr. 39

W-4430 Steinfurt

Mitgliedsnummer: 671 S Edat.: 01/07/92

E-Mail geschaftl.:

Supraleiter und Hochtemperatursupraleiter, Kristallztichtung

Schwietering, Jiirgen, Student
Fachhochschule Minster

Abt. Steinfurt

Stegerwaldstr. 39

W-4430 Steinfurt

Mitgliedsnummer: 672 S Edat.: 01/07/92

Kohler, Dirk, Chemielaborant

Fachhochschule Minster

FB Chemieingenieurwesen

Stegerwaldstr. 39

W-4430 Burgsteinfurt

Tel.: 02551/149252 Mitgliedsnummer: 673 S Edat.: 01/07/92
Fax.: 02551/149

E-Mail geschaftl.:

Massive HTSL-Materialien (YBCO, BSCCO), coulomb-
metrische Kohlenstoffbestimmung in HTSL-Materialien, elek-
trische Messungen an HTSL-Materialien

Geidel, Volkmar, Dipl.-Ing.

Elektronikwerkstoffe GmbH

PSF 211

Berthelsdorfer Str. 113

0-9200 Freiberg

Tel.: 03731/78-572 Mitgliedsnummer: 674 M Edat.: 01/11/92
Fax.: 03731/78-233

E-Mail geschaftl.:

A3-B5-Kristallziichtung, Substratherstellung, Halbleiterwerk-
stoffe

Klemenz, Christine, Dipl.-Chemikerin HTL

Cristallogenese IMO-EPEL

Chemin de Bellerive 34

CH-1007 Lausanne

Schweiz

Tel.: 0041/021/693-4393 Mitgliedsnummer: 675 M Edat.: 01/
11/92

Fax.: 0041/021/693-4750

E-Mail geschaftl.:
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Einkristallzichtung von Oxiden und Supraleitern, LPE von
HTSL und GaN, thermodynamische Berechnungen

Hulliger, Jirg, Prof. Dr., Chemiker

Inst. fiir anorg., analyt. und

physikalische Chemie der Uni

Freiestr. 3

CH-3000 Bern

Schweiz

Tel.:0041/031-65-4241 Mitgliedsnummer: 676 M Edat.: 01/01/
93

Fax.: 0041/031/65-3993

E-Mail geschéftl.:

Chemie, Kristallzlichtung und Festkérpereigenschaften von
anorganischen und organischen Verbindungen; Entwicklung
von Methoden, in situ Charakterisierung

Lentz, Axel, Prof. Dr., Universitatslehrer

Abt. f. anorganische Chemie

der Universitat

Albert-Einstein-Allee 1

W-7900 Ulm

Tel.: 0731/502-2734 Mitgliedsnummer: 677 M Edat.: 01/01/93
Fax.: 0731/502-2038

E-Mail geschaftl.:

Rotsch, Peter, Dipl.-Kristallograph

Freiberger Elektronik-

werkstoffe GmbH

Berthelsdorfer Str. 113

0-9200 Freiberg

Tel.: 03731/78-421 Mitgliedsnummer: 678 M Edat.: 01/01/93
E-Mail geschétfil.:

Technologie und Entwicklung von IlI-V-Halbleitern

Frank, Christiane, Kristallographin

Bergakademie Freibert Inst. f.

NE-Metallurgie u. Reiststoffe

Leipziger Str. 23

0-9200 Freiberg

Tel.: 03731/512019 Mitgliedsnummer: 679 M Edat.: 01/01/93
E-Mail geschéftl.:

Kristallziichtung von GaAs

Wacker, Klaus, Dr. Min./Kristallograph

Wiss. Zentrum f. Material-

wissenschaften der Uni.

Hans-Meerwein-Str.

W-3550 Marburg

Tel.: 06421/28-5443 Mitgliedsnummer: 680 M Edat.: 01/01/93
Fax.: 06421/28-5831

E-Mail geschftl.:

Ziichtung von ternaren und multindren Chalkogenid-Verbin-
dungen (Bridgman und CVD), Strukturen, Phasenum-
wandlungen, Uberstrukturen, Strukturdefekte, elektrische Ei-
genschaften und Charakterisierung

Schilz, Jurgen, Dr. Dipl.-Physiker

DLR

Inst. f. Werkstofforschung

W-5000 Kéln 90

Tel.: 02203/601-3555 Mitgliedsnummer: 681 M Edat.: 01/01/93
Fax.: 02203/601-2455

E-Mail geschaftl.:

Stark segregierende Mischkristalle /GeSi/HgCdTe, thermo-

detzt 2um Sonderpreis
von DM 19,-

Durch Ubernahme eines gréBeren
Kontingents vom Verlag mit ei-
nem speziellen Autorenrabatt
kann ich mein Buch jetzt preis-
ginstig anbieten.

Interessenten konnen es direkt
von mir beziehen gegen Zusen-
dung eines Euroschecks iiber
DM 22,- (19,- DM + 3,- DM fiir
Versandkosten).

Prof. Dr. Georg Miiller
Institut fiir
Werkstoffwissenschaften VI
Martensstr. 7

D-8520 Erlangen

—_———

Georg Miller

Uber die €ntstehung von
Inhomogenitéten in Halbleiter-
kristallen

bei der Herstellung aus Schmelzen

Selisch Fachbuch-Verlag




DGKK - STICHWORTLISTE

KRISTALLHERSTELLUNG

ZUCHTUNGSMETHODEN

110 Schmelzziichtung
111 Czochralski
112 LEC
113 Skull / kalter Tiegel
114 Kyropoulos
115 Bridgman
116 Schmelzzonen
117 gerichtetes Erstarren
118 Verneuil
119 andere Methoden

120 Gasphasenziichtung
121 CVD, CVT
122 PVD, VPE
123 MOCVD
124 MBE, MOMBE
125 Sputterverfahren
129 andere Methoden

130 Lésungsziichtung
131 wassrige Losung
132 Gelzichtung
133 hydrothermal
134 Flux
135 LPE
136 THM
139 andere Methoden

140 weitere Verfahren
141 p-g Zichtung
142 Hochdrucksynthese
143 Explosionsverfahren
144 Elektrokristallisation
145 Rekristallisation/Sintern
149 andere Verfahren

150 Reinstoffherstellung

MATERIALZUSAMMENSETZUNG _____

210 Elemente
211 Graphit
212 Diamant, diamantartiger K.
213 Silizium
214 Germanium
215 Metalle
219 andere Elemente

220 Verbindungen
221 binare Verbindungen
222 ternare Verbindungen
223 multinare Verbindungen
231 IV-IV
232 III-V
233 II-VI
234 Oxide, Ferroelektrika
235 metallische Legierungen
236 Supraleiter
237 Halogenide
238 organische Materialien
239 andere Verbindungen

WACHSTUMSFORMEN

311 Massivkristalle

312 dlnne Schichten, Membrane
313 Fasern

314 Massenkristallisat

321 Einkristalle

322 Polykristalle

I Stichwortliste neu !!

323 amorphe Materialien, Glaser
324 Multischicht-Strukturen

325 Keramik, Verbundwerkstoffe
326 Biokristallisat

327 Flissigkristalle

328 Polymere

329 andere Materialtypen

KRISTALLBEARBEITUNG

411 Tempern

412 Sagen, Bohren, Erodieren
413 Schleifen, Lappen, Polieren
414 Laserstrahl-Bearbeitung
421 Lithographie

422 lonenimplantation

423 Mikrostruktuierung

KRISTALLCHARAKTERISIERUNG

KRISTALLEIGENSCHAFTEN

510 grundlegende Eigenschaften
511 Stochiometrie
512 Phasenreinheit
513 Struktur, Symmetrie
514 Morphologie
515 Orientierungsverteilung
516 Phasenumwandlungen

520 Strukturdefekte / Struktureigenheiten
521 Punktdefekte, Dotierung
522 Versetzungen
523 planare Defekte, Verzwillingung
524 Korngrenzen
525 Einschlisse, Ausscheidungen
526 Fehlordnungen
527 Uberstrukturen

530 Mechanische Eigenschaften
531 Elastische Eigenschaften
532 Harte
533 Bruchmechanik

540 Thermische Eigenschaften
541 Warmeausdehnung
542 kritische Punkte

550 Elektrische Eigenschaften
551 Leitfahigkeit
552 Ladungstrager-Eigenschaften
553 lonenleitung
554 Supraleitung

560 Optische Eigenschaften
570 Magnetische Eigenschaften

580 Weitere Eigenschaften
581 Diffusion
582 Korrosion
583 Oberflachen-Rekonstruktion

MESSMETHODEN

610 chemische Analytik
611 chemischer AufschiuB
612 Atzmethoden
613 AAS, MS
614 thermische Analyse

620 Mikroskopie
621 lichtoptische Mikroskopie
622 Elektronenmikroskopie
623 Rastertunnel-Mikroskopie
624 Lumineszenz-Topographie

630 Beugungsmethoden
631 Rontgendiffraktometrie
632 Rontgentopographie
633 Gammadiffraktometrie
634 Elektronenbeugung
635 Neutronenbeugung

640 Spektroskopie, Spektrometrie
641 UV-, VIS-, IR-, Fourier-
642 Raman-, Brillouin-
643 Kurzzeit-Spektroskopie
644 NMR, ESR, ODMR
645 RBS, Channeling
646 SIMS, SNMS

650 Oberflachenanalyse
651 LEED, AUGER
652 UPS, XPS

660 Elektrische Charakterisierung
670 Andere MeBmethoden

MATHEMATISCHE BEHANDLUNG

710 Kristallwachstum
711 Keimbildung
712 Wachstumsvorgange
713 Transportvorgénge
714 Rekristallisation
715 Symmetrieaspekte
716 Kristallmorphologie
717 Phasendiagramme

730 Materialeigenschaften
731 thermodyn. Berechnungen
732 elektrochem. Berechnungen
733 Bandgap-Engineering (physik.)
734 Crystal-Engineering (biolog.)
735 Defect-Engineering

750 Prozessparameter

751 Temperaturverteilung
752 Konvektion

ENTWICKLUNG / VERTRIEB / SERVICE

810 Anlagen / Komponenten
811 Ziichtungsapparaturen
812 Prozess-Steuerungen
813 Ségen, Poliereinrichtungen
814 Ofen, Heizungen
815 Hochdruckpressen
816 mechanische Komponenten
817 elektrische Komponenten
818 MeBeinrichtungen

830 Zubehér
831 Zubehér fir Kristallziichtung
832 Zubehdr fiir Kristallbearbeitung
833 Zubehdr flir Materialanalyse
834 Ausgangsmaterialien
835 Kiristalle
836 Lehrmaterial, Kristallmodelle
837 Rechenprogramme

850 Service
851 Anlagenplanung
852 Anwendungsberatung
853 Materialanalyse (als Service)

Der Schriftfihrer bittet darum, bei Antrag auf Mitgliedschaft nur diese Code-Nr. zu verwenden.



\Wenn Sie auf dem Gebiet Kristallwachstum, -ziichtung, -charakterisierung und -anwendung tétig und noch nicht Mitglied der Deutschen
Gesellschaft fiir Kristallwachstum und Kristallziichtung (DGKK) sind, so treffen Sie eine wichtige Entscheidung und

werden Sie Mitglied der DGKK!

Sie sind willkommen in einem Kreis von iiber 400 Fachkollegen, die einer Gesellschaft angehéren, deren Zweck ist

— Forschung, Lehre und Technologie auf dem Gebiet von Kristallwachstum und Kristallzichtung zu férdern,

— (ber entsprechende Arbeiten und Ergebnisse durch Tagungen und Mitteilungen zu informieren, N

— wissenschaftliche Kontakte unter den Mitgliedern und die Beziehung zu anderen wissenschaftlichen Gesellschaften zu fordern,
sowie

— die Interessen ihrer Mitglieder auf nationaler und internationaler Ebene im Sinne der Gemeinnitzigkeit zu fordern.

Damit kann die Gesellschaft zu einer wesentlichen Unterstitzung

DGKK-Schriftfiinrer Ihrer beruflichen Aktivitaten beitragen. Zégern Sie daher nicht und
Dr. H. Walcher
Fraunhofer-Gesellschaft

Inst. f. Angew. Festkorperphysik
TullastraBe 72

D-7800 Freiburg (Jahresbeitrag DM 30,—, fiir Studenten DM 15,—)

senden Sie noch heute das ausgefiillte Anmeldeformular ab!

Antrag auf Mitgliedschaft / Anderung

Ich (Wir) beantrage(n) hiermit die Mitgliedschatft in der Deutschen Gesellschaft fir Kristallwachstum und Kristallzlichtung
e. V. (DGKK).

Art der Mitgliedschaft: O ordentliches Mitglied
O studentisches Mitglied
O korporatives Mitglied

Gewdlnschter Beginn der Mitgliedschaft:

Dienstanschrift:

(Name) (Vorname) (Titel) (Beruf)
O (Firma, Institut, etc.)

(StraBe, Haus-Nr.)

(PLZ, Ort) (Telefon)

(FAX)
Privatanschrift:

(StraBe, Haus-Nr.)

@i

(PLZ, Ort) (Telefon)

Wissenschaftliche Interessen- und Erfahrungsgebiete (Stichworte):

Tatigkeit und Erfahrung mit maximal 10 Stichwortnummern charakterisieren (s. Liste).
Tt 2 SR s Bl DAl O SRR, | - NI T e s S 4o D PR 110 el ST

den

(Unterschrift)

*) bitte unbedingt ankreuzen, unter welcher Anschrift der Schriftwechsel gefiihrt werden soll.



LINN High Therm

DAS UMFASSENDE PROGRAMM

FuE-Rohroéfen Mini-Spiegeldfen Rohrofen

zum thermischen Modellieren kompakteste Abmessungen um 90° klappbar, ermdglicht horizontalen
20 (Halb)Zonen einzeln regelbar mit Schutzgasbetrieb und vertikalen Bemeb
Temperaturbereich bis 1300° C 2 x 150 Watt Strahler verfahrbar von 2 bis 200 mm/h

Quarz-, Graphit, Keramik-
und Metallrohre
mehrere Rohrdurchmesser

100 % Faserisolierung Schutzgas

Temperaturbereich bis 2000°C 1 oder 3 beheizte Zonen
Kontrolleuchten fiir Wasser- Temperaturbereich bis 1700° C (vertikal)
mangel, Ubertemperatur und 100 % Faserisolierung

verschiedene GroBen

auch groBere Sonderanlagen

i
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—
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Hochtemperaturdfen

vakuumdicht und schutzgasdicht
Kammervolumen 4, 26 und 52 Liter

fur oxidierende und reduzierende Atmosphéren
Temperaturbereich 1300° C, 1600° C und 1800° C
fur alle Erwarmungsprozesse

100 % Faserisolierung

groBe Auswahl an Temperaturregelungen

NEU: 2100° C unter oxidierender Atmosphére

e w omH

High Therrm—

Heinrich-Hertz-Platz 1 Eschenfelden
Telefon (0 96 65) 17 21-25, Telex 63902

D-8459 Hirschbach 1
Telefax (0 96 65) 17 20

Hochfrequenz-Generatoren

in Halbleitertechnik

zum induktivem Léten von z.B. Metall-Keramik-Verbin-
dungen

tiegelloses Schwebeschmelzen

HF-Ausgangsleistung 1,3 KW

sehr hoher Wirkungsgrad

auBerst kompakt B 470 x H 160 x T 400 mm

geringes Gewicht

bis 20 m absetzbarer HF-Generator als Option

weitere Generatoren bis 12 kW

Industrial Furnaces

Laboratory Furnaces
High-Frequency Heating
High-Temperature Technologies




